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中国将发放
!"

商用牌照

人民日报官方推特
!

月
"

日晚发布消息!中国将于
!

月
!

日发放
"#

商用牌

照"此前
!

月
$

日!新华社报道称!工信部将于近期发放
"#

商用牌照"

!

月
"

日消息!工业和信息化部
!

月
$

日发布消息称!

"#

商用牌照将于近期

发放!我国将正式进入
"#

商用元年"据凤凰网科技从多处渠道获悉!牌照发放的

准确日子在
!

月
!

日"有运营商已经在微博平台上购买广告!为明天
"#

牌照发

放做宣传准备"同样也有终端和通信设备厂商在联系媒体!为此做准备"

至于发放的是
"#

临时牌照!还是全网商用牌照!以及牌照数量!目前尚不

能确定"根据
%#

时代的经验来看!或先发放
"#

试商用临时牌照"

事实上!早在去年年底!工业和信息化部向三大运营商划分了
"#

频段"其

中!中国电信和中国联通获得
$"&&'()

频段试验频率使用许可!中国移动获得

*!&&'()

和
%+&&'()

频段试验频率使用许可"

三大运营商也早已在各大城市建设
"#

基站!从而开展
"#

外场测试"在
%

月
*$

日举行的中国联通全球产业链合作伙伴大会上!中国联通宣布其
"#

网络

部署要在
,

个城市城区实现连续覆盖!在
$$

个城市实现热点区域覆盖!在
-

个

城市定制
"#

网中专网"

紧接着
%

月
*!

日!在中国电信
"#

创新合作大会上!中国电信又表示已建

成跨省跨域规模试验网!并在
.,

个城市开展
"#

创新示范试点"

"#

终端目前也已经准备就绪!就等牌照东风"此前中国联通公布了首批具

备
"#

功能的
!

款手机终端#

"

款行业终端和
%

款模组产品!这其中就包括华为#

/00/

#

1213

等品牌"

数据显示!截至
*&.+

年
"

月!在全球
*&

多家企业的
"#

标准必要专利声明

中!我国企业占比超过
$&4

!位居首位"中国信通院政策与经济研究所高级工

程师龚达宁接受央视采访时表示!目前我国
"#

中频段系统设备#终端芯片#智

能手机处于全球产业的第一梯队"

工信部批复同意成都建国家!芯火"双创基地

工信部正式批复同意成都建设国家$芯火%双创基地"这是成都在被认定

为国家集成电路设计产业化基地的基础上!再次被列入国家$芯火%创新行动计

.



划重点区域"

据了解!成都国家$芯火%双创基地由成都芯火集成电路产业化基地有限公

司作为运营载体!采取政府指导!充分发挥行业协会#科技公司#高等院校#产业

园区等各方优势!形成多方共建#多渠道投入#多形式共享的运行机制!以集成

电路技术和产品为着力点!打造由集成电路原始创新促进服务中心#集成电路

产业技术研究院#集成电路设计技术综合服务平台#集成电路人才交流投资服

务平台构成的$

.

心
5.

院
5*

平台%架构体系!为小微企业#初创企业和创业团

队提供加工#测试#

678

软件等技术服务!为行业提供高峰论坛#技术交流#人才

培养#项目路演#产品推广以及产业政策辅导#知识产权交易等创新创业服务!

推动形成$芯片&软件&整机&系统&信息服务%的产业生态体系"

成都国家$芯火%双创基地将根据成都市集成电路产业发展布局情况!采取

$服务导向#一核多点#统一管理%的运作模式!以成都市高新区为核心!先期设

西区和南区两个点"西区选址成都电子信息产业功能区电子科大国际创新中

心!规划使用面积约
$&&&

平方米!设功能区展厅#测试平台#实验室#人才培训

室#孵化器等功能板块"南区选址新川科技园$芯火%创新基地大厦'$

89

大

厦%(!规划建筑面积约
*$&&

平方米!先期设基地展厅#对外交流平台#开源社区#

行业发展研究室#孵化器等功能板块
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国内外半导体技术与器件

#

$%&$

已交付超过
'

亿个
!"

无线基础设施射频器件

自
*&.:

年
.

月以来!

;3<13

已交付超过
.

亿个
"#

无线基础设施射频器件"

;3<13

广泛的
"#

产品组合包括用于接收和发送的高度集成化的射频前端解决

方案!可用于大规模多输入多输出基站的波束成形技术!能够在
"#=>?

@

!#()

的频率实现更高的数据容量#更广的覆盖范围和室内渗透率"

事实上!

"#

时代的技术其中很大部分是由
;3<13

所推动!在现有基站基础

上发展起来的!能够帮助消费者实现更高效的新一代通信设备使用"同时!

;3<13

还可以给无线电提供新的
AB

产品!希望能和客户共同开发集成式)系统

级的解决方案!降低他们的成本!包括移动设备解决方案"

目前!无线基础设施客户现在可以使用的新
;3<13

产品包括
;0C+$$,

双

通道开关
D-8

模块#

;0D+&",

超低
-BD-8

和
;08$"&$73EF<G

H

功率放大器

模块等"

*



;0C+$$,

双通道开关低噪声放大器'

D-8

(模块是一款高度集成的前端模

块!适用于时分双工'

I77

(

'9'/

架构的无线基础设施"这些
D-8

模块采用

双通道配置!集成有两级
D-8

和大功率开关"

;0C+$$,D-8

模块通过模块上

的控制引脚可控制关闭和旁路功能!这些
D-8

模块采用高性能
6@

J

(6'I

工

艺!基于绝缘体硅片 '

K/9

(技术的开关支持输入
:L

平均功率的输入射频功率

信号"

;0D+&",

设计用于在
.M"#()

至
$M:#()

的高带宽内提供
*M%NC

的平坦

增益"这些增益放大器具有
**M:NC

增益#

5$*NCO/90$

'

"&O8

偏置设置(以

及
&M"%NC

噪声系数"典型应用包括移动基础设施#中继器#时分双工 '

I77

(

或频分双工 '

B77

(系统#

DI6

)

LP7'8

)

P7'8

)

#K'

和通用无线"

;08$"&$

是一款集成的
*

级小型蜂窝功率放大器模块!专为大规模
'9

@

'/

应用而设计!在器件输出端具有
$L A'K

!该模块的输入和输出为
"&

欧

姆!只需极少的外部元件"该模块结构紧凑!占地面积比传统的分立元件解决

方案小得多"

实际上!射频系统非常复杂!为了让
AB

器件更好地工作在一个系统中!

;3<13

在先进封装技术上投入很大!同时也在提高芯片的集成度以帮助客户在

一块芯片上集成更多器件"作为全球技术领先的
97'

大厂!

;3<13

确实有实力

为客户提供完整的解决方案"

目前!

;3<13

的产品种类已经全面覆盖使用多种工艺'

#Q-

!

#Q8=

等(实现

的功放!收发器!

D-8

!射频开关!以及
C8L

和
K8L

滤波器"每一个产品种类

下都有丰富的产品型号!并在射频链路中占据重要地位"除了有先进的技术研

发外!

;3<13

还拥有独立的封装厂和制造厂!有利于控制成本和稳定质量!加快

高集成度产品的研发进度"

#

$%&$

推出新型的高能效#小基站前端解决方案

高效率放大器和
()*+

扩展现有架构的容量

;3<13

!

9RSM

面向
!#()

以下的无线基础设施市场推出新型的高能效#小基

站前端解决方案"该产品显著提高了效率!使基站制造商能够强化现有的
%#

DI6

基础设施!获得更高带宽#覆盖率#吞吐量和容量!特别是对于高密度#高流

量的地区"

KG<QGF

TH

8RQU

H

G2S=

预测*$在新兴
"#

网络爆炸式增长的推动下!

*&.:

年至

*&*%

年间部署的新基站数量将会翻一番"

"#

依赖于网络架构!包括传统的宏

$



蜂窝!以及支持
!#()

以下和毫米波频段的低功耗小基站"%

;3<13

推出的新解决方案包括*频段
$;08++&$

功率放大器 '

08

(#频段
:

;08++&:

功率放大器!以及
;0D+&+:%@!#()

旁路超低噪声放大器"功率放

大器提供
$%4

功率附加效率!让主要针对高流量区域的以太网供电'

0/6

(小

基站架构得以实现!例如地铁#火车站和体育场!或者高服务质量'

;3K

(的企业

内部应用"

该功率放大器可以使用
707

算法轻松线性化!其性能优化之后!支持宽带

多载波信号'相对于单载波
*&'()

信号("此外!这种高度可靠的功率放大器

可以处理输出时信号高度不匹配的问题&&&高达
*&

*

.

的电压常驻波形无线电

'

VKLA

("坚固耐用的封装能够承受多种严苛环境带来的影响"

;3<13

高性能解决方案业务部门总经理
A3

T

F<(QUU

表示*$我们的新型小

基站产品进一步丰富了
;3<13

面向无线基础设施#经济实用的系统级架构解决

方案"通过扩大现有网络的带宽容量!客户可以更加经济有效地向
"#

过渡!并

且借助
;3<13

的支持!实施大规模制造扩建"%

;3<13

作为
$#00

代表协助制定
"#

标准!并且与无线基础设施制造商#网

络运营商#芯片组供应商和智能手机制造商密切合作!为
"#

发展之路奠定基

础"

;3<13

已协助完成了数十次
"#

现场试验!

;3<13

的
*:#()

产品还为

*&.:

年冬奥会的三星
"#'9'/

演示提供了支持"

*,-

宣布推出突破性解决方案$将加快毫米波
!"

无线网络基础设施部署

8RQU3

T

7F12SF=

!

9RSM

'

879

(布推出一款面向毫米波 '

OOLQ1F

(

"#

基础

设施的新型解决方案!该解决方案拥有目前最高的集成度!旨在降低下一代蜂

窝网络基础设施的设计要求和复杂性"此解决方案整合了
879

的先进波束成

形
9P

#上)下变频 '

W7P

(和其它混合信号电路"这种优化的$波束至比特%信号

链展现了只有
879

可提供的一组独特能力"

$毫米波
"#

是一项蕴含巨大潜力的新兴技术"%

879

公司微波通信部总经理

XQ<2O(QOFN

表示!$从头开始设计这些系统会极其困难!需要平衡性能#标准和

成本方面的系统级挑战"这款新型解决方案利用了
879

的业内一流技术和在

AB

#微波和毫米波通信基础设施方面的悠久传承!以及整个
AB

领域的深厚专业

知识!从而可简化客户的设计过程#减少组件总数量!并加快
"#

部署的步伐"%

这款新型毫米波
"#

芯片组包括
.!

通道
87'V%:*.

双)单极化波束成形

%



9P

#

.!

通道
87'V%:&.

单极化波束成形
9P

和
87'V.&.,

毫米波
W7P

"

*%

至
$&#()

波束成形
5 W7P

解决方案构成了一个符合
$#00"#-A

标准的

毫米波前端!支持
R*!.

#

R*",

和
R*":

频段"高通道密度!加上支持单极化和双

极化部署的能力!极大地增强了针对多种
"#

用例的系统灵活性和可重构性!而

同类最佳的等效全向辐射功率 '

69A0

(则扩展了无线电覆盖范围和密度"

879

在毫米波技术领域的传统优势使得客户能够利用世界一流的应用及系统设计!

从而针对热#

AB

#功耗和布线等考虑因素优化完整的产品线"

安森美半导体的碳化硅%

+./

&二极管提供更高能效#

更高功率密度和更低的系统成本

安森美半导体 '

/-KFO2S3RN>SG3<

(推出最新
!"&V

碳化硅'

K2P

(肖特基二

极管系列产品!扩展了
K2P

二极管产品组合"这些二极管的尖端碳化硅技术提

供更高的开关性能#更低的功率损耗!并轻松实现器件并联"

安森美半导体最新发布的
!"&VK2P

二极管系列提供
!8

到
"&8

的表面贴

装和穿孔封装"所有二极管均提供零反向恢复#低正向压#不受温度影响的电

流稳定性#高浪涌容量和正温度系数"

工程师在设计用于太阳能光伏逆变器#电动车)混和动力电动车'

6V

)

(6V

(充电器#电信电源和数据中心电源等各类应用的
0BP

和升压转换器时!

往往面对在更小尺寸实现更高能效的挑战"这些全新的二极管能为工程师解

决这些挑战"

这些
!"&V

器件提供的系统优势包括更高能效#更高功率密度#更小尺寸和

更高的可靠性"其固有的低正向电压'

VB

(及
K2P

二极管的无反向恢复电荷能

减少功率损耗!因而提高能效"

K2P

二极管更快的恢复速度令开关速度更高"

因此可以缩减磁性元件和其他无源元件的尺寸!实现更高的功率密度和更

小的整体电路设计"此外!

K2P

二极管可承受更高的浪涌电流!并在
Y""

至
5

.,"ZP

的工作温度范围内提供稳定性"

安森美半导体的
K2P

肖特基二极管具有独特的专利终端结构!加强可靠性

并提升稳定性和耐用性"此外!二极管提供更高的雪崩能量#业界最高的非钳

位感应开关'

W9K

(能力和最低的电流泄漏"

安森美半导体
'/KB6I

业务部高级副总裁兼总经理
K2O3RXFFG3R

表示*

$安森美半导体新推出的
!"&VK2P

二极管系列与公司现有的
.*&&VK2P

器件相

辅相成!为客户带来更广泛的产品范围"

K2P

技术利用宽带隙 '

LC#

(材料的

独特特性!比硅更实惠!其稳健的结构为严苛环境中的应用提供可靠的方案"

"



我们的客户将受益于这些简化的#性能更佳#尺寸设计更小的新器件"%

0.1%$12.

3

推出碳化硅%

+./

&产品助力打造可靠的

高压电子设备

随着市场对
K2P

技术的效率和功率密度的要求不断上升!新推出的

,&&V'/KB6I

和
,&&V

#

.*&&VKC7

可为客户提供更多选择"

汽车#工业#太空和国防领域越来越需要能提升系统效率#稳健性和功率密

度的
K2P

功率产品"近日!

'2S<3SE2

J

IFSER3U3

TH

9RSM

'美国微芯科技公司(通过

其子公司
'2S<3=FO2

'美高森美(宣布推出一系列
K2P

功率器件"该系列器件具

有良好的耐用性!以及宽带隙技术优势"它们将与
'2S<3SE2

J

各类单片机和模

拟解决方案形成优势互补!加入
'2S<3SE2

J

不断壮大的
K2P

产品组合!满足电动

汽车和其他大功率应用领域迅速发展的市场需求"

'2S<3SE2

J

的
,&&VK2P'/KB6I

和
,&&V

#

.*&&VK2P

肖特基势垒二极管

'

KC7

(将加入公司现有的
K2P

功率模块产品组合"该组合新增的超过
$"

款分

立器件产品均已实现量产!并通过了严格的耐用性测试!

'2S<3SE2

J

可提供全面

的开发服务#工具和参考设计支持"

'2S<3SE2

J

目前提供额定电压#额定电流和

各类封装的
K2P

裸片#分立器件和功率模块"

'2S<3SE2

J

分立器件和功率产品管理事业部高级副总裁
A2SEK2O3RS2S

说*

$

K2P

技术的演变和应用已开始加速发展!

'2S<3SE2

J

深耕这一市场多年!一直致

力于满足全球市场对
K2P

产品日益增长的需求!保持全球领先的位置"我们利

用可靠的产品来构建产品组合!并提供强大的基础架构和供应链支持!以满足

客户执行和调整产品开发计划的需求"%

'2S<3SE2

J

的
K2P'/KB6I

和
KC7

可以更加高频高效地完成开关操作!并

通过各级别的耐用性测试!这对于保障产品的长期可靠性至关重要"感应开关

'

W9K

(耐用性测试'该项测试旨在衡量雪崩情形下!即电压峰值超过器件的击穿

电压!器件的退化和过早失效性能(表明!

'2S<3SE2

J

K2PKC7

性能比其他
K2P

二

极管高出
*&4

左右"另外!

'2S<3SE2

J

的
K2P'/KB6I

在性能方面同样优于同

类产品!其具有良好的栅氧化层防护能力和通道完整性!即使在经历
.&

万次重

复
W9K

'

AW9K

(测试后!其参数仍能维持在正常水平"

'2S<3SE2

J

是全球仅有的能同时提供硅和
K2P

分立器件)模块解决方案的供

应商之一"该公司的产品'包括外部充电站#车内充电器#直流
@

直流变换器和动

力系统)牵引力控制解决方案(能很好的满足电动汽车系统日益增多的需求"

新型
K2P

器件将采用
'2S<3SE2

J

的客户为导向的产品淘汰机制!

'2S<3SE2

J

将根

!



据客户需求来决定是否继续生产此类产品"

供货

'2S<3SE2

J

将为该
K2P

产品组合提供一系列支持!例如各类
K2PK09P6

模

块#

K2P

驱动板参考设计和一套功率因数校正'

0BP

(

V2FRRQ

整流器的参考设计

等"

'2S<3SE2

J

的所有
K2P

产品及其相关配件均已实现量产"另外!还有针对

K2P'/KB6I

和
K2P

二极管制定的各种裸片和封装方案!可供客户选择"

意法半导体发起
+./

攻势挑战英飞凌

收购
-3<=GFU

!扩充卡塔尼亚工厂生产线!改造新加坡工厂!一系列动作皆是

为了
K2P

"

KI'2S<3FUFSG<3R2S=

'意法半导体(正在进行功率半导体攻势"目前!在功

率半导体市场!意法半导体虽位居英飞凌之后!但它希望通过公开发布旗下的

下一代功率半导体&&&

K2P

的信息!来捕获来自电动汽车的需求!争夺榜首"

*&.+

年
$

月底!

KI

首次向媒体公开展示其位于意大利西西里岛的卡塔尼

亚工厂"这座工厂是碳化硅开发和制造的所在地"

KI

表示它是车规级
K2P

器件市场中的佼佼者"随着
K2P

器件市场规模在

*&.+

年扩大到
*

亿美元!较之前一年翻了一番+并且超过
*&

家汽车制造商采用

它的
K2P

产品"在巨大市场规模以及客户基础下!它的
K2P

产品拥有很大的增

长潜力"

平面型与沟槽型

路线图方面!

KI

表示!它将开发出比当前第二代平面型具有更低导通电阻

的#更精细的第三代
K2P

半导体器件!并在
*&**

年至
*&*$

年推出 "其中车规

级耐压
.*&&V

的
K2P

半导体器件可降低
%&4

的导通电阻"

沟槽型也在开发中"

KI

尚未确定是否将沟槽型导入市场"这是因为第三

代平面型可以满足大多数汽车层级的应用"而且沟槽型不容易实现"但是另

一方面!沟槽型通常更容易实现密度的增加和导通电阻的降低"因此
KI

决定

一边监控市场需求!一边准备沟槽型的导入"

收购
)$%4567

全球
K2P

晶圆供货都存在短缺的情况!于是
*&.+

年
.

月!

KI

与美国
P<FF

公司达成协议!前者向后者采购了相当于
*M"

亿美元的
."&

毫米'

!

英寸(晶圆"

很快!同年
*

月!

KI

宣布收购瑞典晶圆制造商
-3<=GFU

的多数股权"既便

如此!它仍表示会继续从
P<FF

采购
K2P

晶圆!目的是为给包括汽车工业在内的

客户提供更稳定的
K2P

器件"

,



-3<=GFU

正在开发一种可提高
K2P

晶圆质量且降低成本的制造技术"它具

有高速晶体生长技术和高品质的硅锭技术"

K2P

晶圆正是由硅锭加工而成"

在其晶体生长技术中!它采用了
(IPV7

'

(2

T

EIFO

J

F<QG><FPEFO2SQUVQ

@

J

3<7F

J

3=2G23R

!高温化学气相沉积(的方法!与现有方法相比可以将晶体生长速

率提高一个数量级"

KI

收购
-3<=GFU

股权!一方面是扩大
K2P

的货源!另一方面也是看中了它

的新技术"虽然它认为新技术在批量生产水平上还是不成熟的!但它的目标是

在几年内能够用于实际生产中"如果投入实际使用!很有可能在保持低晶体缺

陷的同时降低成本"

将
-3<=GFU

纳入麾下后!

KI

将可以生产晶圆以及器件"通过垂直整合的

K2P

器件的批量生产链!它将可以优先采购
K2P

晶圆!并且具备非常明显的成本

优势"

扩充生产线

考虑到功率半导体需求的增加!

KI

刚刚在卡塔尼亚工厂的主线$

'"

%旁边

增加了$

'+

%"

'+

将主要批量生产
CP7

'双极!

P'/K

!

7'/K

(器件"

关于
K2P

器件!卡塔尼亚工厂的晶圆直径将从
."&OO

扩展到
*&&OO

"此

外!

KI

还将在其
*&.:

年从美光科技公司收购来的新加坡工厂大规模生产

*&&OO

晶圆"过去这家工厂是用来批量生产
-/A

闪存!因此
KI

为生产

*&&OO

功率半导体而重新改造了设备"

89.56:+./

在
;!<=

产品系列中新增
>

个
+./?@A

碳化硅'

K2P

(功率半导体制造商
WR2GFNK2P

)美商联合碳化硅股份有限公司

宣布!已经为
W[$P

'通用型(和
WB$P

'硬开关型(系列
!"&VK2PB6I

新增加了

,

种新的
I/**&Y$D

和
7*08X@$D

器件)封装组合产品"

这些新器件能够提供新级别的高压电源性能!适用于快速增长的数据中心

服务器电源#

"#

基站电信整流器以及电动汽车车载充电器等应用"这些新器件

将对设计工程师具有极大吸引力!他们仍然喜欢采用
$

引脚!

I/**&

或
7*08X

封装选项!但同时也在努力提高功率因数校正电路#

DDP

谐振转换器和相移全

桥转换器的功率性能"

WR2GFNK2P

的
W[$P

和
WB$PB6I

产品系列的独特之处在于其真正的$直

接替代%功能"设计人员通过采用
WR2GFNK2PB6I

替换已有的
K29#CI

#

K2

B6I

#

K2P'/KB6I

或硅超级结器件!即可显著提高系统性能!而无需改变栅极

驱动电压"

:



两个系列的
K2PB6I

均基于
WR2GFNK2P

独特的$共源共栅%电路配置!其中

常开'

R3<OQUU

H

@

3R

(

K2P[B6I

与
K2'/KB6I

共同封装!可构建出具有标准栅极

驱动特性的常关'

R3<OQUU

H

@

3\\

(

K2PB6I

器件"因此!现有系统在采用
WR2GFN

@

K2P

$直接替代%

B6I

升级后将具有很大性能提升!实现更低的导通和开关损耗!

增强的热性能和集成栅极
6K7

保护"如果是新设计!

WR2GFNK2PB6I

可提供更

高的开关频率!从而带来显著的系统优势!能够实现更高效率!并可减小磁性元

件和电容器等无源元件的尺寸和成本"

通过
WR2GFNK2P

的烧结银'

=2RGF<FN

@

=2U1F<

(封装技术!行业标准的三引脚

I/**&@$D

封装能够提供增强的热特性"以这种封装提供的新产品包括
A7K

'

3R

(值为
$&

和
:&O

!

的
W[$P

器件!以及
A7K

'

3R

(规格为
%&O

!

的
WB$P

器

件"

三引线行业标准
7*08X@$D

封装则针对表面贴装而设计!并通过
90P

和

[676P

的湿度灵敏度等级
.

'

'32=G><FKFR=2G212G

H

DF1FU.

(认证"以该封装提供

的新产品包括
A7K

'

3R

(规格为
$&O

!

和
:&O

!

的
W[$P

器件!以及
A7K

'

3R

(规

格为
$&O

!

和
%&O

!

的
WB$P

器件"

WR2GFNK2P

也可提供符合
86P@;.&.

标准的汽车级器件"

价格和供货信息

所有器件的单价依
A7K

'

3R

(值而不同!以
.

!

&&&

片最小批量计算!对于

7*08X@$D

封装!器件的单价从
"M.:

美元到
.%M$"

美元不等+而对于
I/**&@

$D

封装!器件的单价为
"M.:

美元至
.$M,+

美元"

/-++B-,

展出新款高温栅极驱动器#碳化硅器件

及功率模块

P9KK/97

!在
*&.+

年欧洲功率电子及智能传动产品展览会'

0P9'*&.+

(上

展示了最新的高温栅极驱动器#碳化硅'

K2P

(

'/KB6I

器件和
9#CI

功率模块"

0P9'*&.+

是全球领先的电力电子#智能传动#可再生能源和能源管理展览及

会议"

P9KK/97

公司推出了一款新型栅极驱动器板!该板针对额定温度为
.*"ZP

'环境温度(的
!*OO

碳化硅
'/KB6I

功率模块进行了优化"该板基于
P9K

@

K/97

的
(876K

栅极驱动器芯片组!还可以驱动
9#CI

功率模块!同时可为汽

车和工业应用中高密度功率转换器的设计提供散热空间"它支持高频'

#

.&&X()

(和快速的碳化硅
'/KB6I

开关'

NV

)

NG

#

"&XV

)

"

=

(!从而可以提升功

+



率转换器的效率并减小其尺寸和重量"该板专为恶劣的电压环境而设计!支持

.*&&V

和
.,&&V

功率模块的驱动!隔离电压高达
$!&&V

'经过
"&()

#

.

分钟的耐

压测试(!爬电距离为
.%OO

"欠压锁定'

WVD/

(#有源米勒钳位'

8'P

(和去饱

和检测等保护功能!确保一旦发生故障时既可以保证安全驾驶!还能为功率模

块提供可靠的保护"$这款新型碳化硅栅极驱动器板是与汽车#运输和航空航

天市场中的行业领导者们多年合作开发的成果"它结合了
P9KK/97

在碳化硅

器件方面的专业知识以及设计适应恶劣环境的芯片和电子系统方面的长期经

验"%

P9KK/97

工程副总裁
6G2FRRFVQR)2FUF

T

EFO

先生表示"

在纽伦堡!

P9KK/97

还展示了最新的碳化硅
'/KB6I

器件和
9#CI

功率

模块"一款新型分立式
.*&&V

)

%&O/EO=

碳化硅
'/KB6I

晶体管已可供货!

其采用
I/@*%,

封装!可以在
Y""ZP

至
.,"ZP

的温度范围内正常工作"该

'/KB6I

在
*"ZP

'结温(时!漏极到源极导通电阻是
%&O/EO=

!在
.,"ZP

'结

温(时!导通电阻是
,"O/EO=

"很低的开关导通和关断能量'分别为
.O[

和
&M

%O[

(使该器件成为高效紧凑的
7PY7P

转换器#功率逆变器和电池充电器的理

想选择"

P9KK/97

公司还展示了两款额定电流分别为
*&&8

和
$&&8

的
!*OO

.*&&V9#CI

功率模块"

P9KK/97

还在致力于研发碳化硅
'/KB6I

功率模块!并将在未来几个月

推出"$这些新产品表明
P9KK/97

致力于提供全面的基于碳化硅的解决方案!

包括晶体管#模块和栅极驱动器!以支持行业在新型电动汽车和可再生能源应

用中使用高效#轻便#紧凑的功率转换产品!%

P9KK/97

首席执行官
7Q1F(>GG3R

先生表示"$我们正与整车厂和汽车零部件供应商密切合作!为新型碳化硅功

率逆变器在新能源汽车中的应用定制栅极驱动器"%他补充道"

罗姆推出内置
'><<=+./0B+?@A

的
*/

'

,/

转换器
-/

全球知名半导体制造商
A/('

'总部位于日本京都(!面向大功率通用逆变

器#

8P

伺服#工业用空调#街灯等工业设备!开发出内置
.,&&V

耐压
K2P'/K

@

B6I

的
8P

)

7P

转换器
9P

$

C'*KP;.*]I@DĈ

%"

近年来!随着节能意识的提高!在交流
%&&V

工业设备领域!相比现有的
K2

功率半导体!可支持更高电压#更节能#更小型的
K2P

功率半导体的应用越来越

广"而另一方面!在工业设备中!除了主电源电路之外!还内置有为各种控制系

统提供电源电压的辅助电源!辅助电源中广泛采用了耐压较低的
K2

@

'/KB6I

和损耗较大的
9#CI

!在节能方面存在很大课题"

A/('

针对这些挑战!于
*&."

年推出全球首款用来驱动高耐压#低损耗

&.



K2P'/KB6I

的
8P

)

7P

转换器控制
9P

!并一直致力于开发充分发挥
K2P

功率

半导体性能的
9P

!在行业中处于领先地位"此次又开发出全球首款内置
K2P

'/KB6I

的
8P

)

7P

转换器
9P

!将大大促进采用
K2P '/KB6I

的
8P

)

7P

转

换器在工业领域的普及"

$

C'*KP;.*]I@DĈ

%是世界首款内置节能性能极其优异的
K2P'/KB6I

的
8P

)

7P

转换器
9P

!消除了分立结构带来的设计课题!从而可非常容易地开发

出节能型
8P

)

7P

转换器"专为工业设备的辅助电源用而优化的控制电路和

K2P'/KB6I

一体化封装!使得新产品与普通产品相比具有诸多优势!部件数

量显著减少'将
.*

种产品和散热板缩减为
.

个产品(!部件故障风险降低!引进

K2P'/KB6I

相应的开发周期减少等!一举解决了诸多课题"

与
A/('

以往产品相比!功率转换效率提高达
"4

'按功率损耗计算!削减

*:4

("因此!本产品非常有助于工业设备实现显著小型化#高可靠性和节能

化"

本产品已于
*&.+

年
.

月开始出售样品'样品价格
*

!

"&&

日元)个!不含税(!

计划于
*&.+

年
"

月开始暂以月产
.&

万个的规模投入量产"另外!本产品和预

计今夏开始销售的评估板将于
*&.+

年
%

月
.,

日
#

.+

日在日本幕张国际会展

中心举行的$

I6P(-/@BA/-I96A*&.+

%上展出"

未来!

A/('

将继续开发
K2P

元器件等功率半导体和用来控制功率半导体

的
9P

!并不断优化这些产品!为工业设备的节能化和系统优化贡献力量"

新产品特点

新产品$

C'*KP;.*]I@DĈ

%采用专为内置
K2P'/KB6I

而开发的专用封

装!并集成了专为工业设备的辅助电源而优化的
K2P'/KB6I

驱动用栅极驱动

电路等控制电路和
.,&&V

耐压
K2P'/KB6I

"

作为全球首创的内置
.,&&V

耐压
K2P'/KB6I

的
8P

)

7P

转换器
9P

!本产品

具有以下特点!非常有助于
8P%&&V

级工业设备的小型化#节能化以及实现更高

可靠性!从而有助于推动采用
K2P'/KB6I

的
8P

)

7P

转换器的顺利普及"

'M

将散热板和多达
'C

种产品一体化封装$在小型化方面具有压倒性优势

本产品采用一体化封装!相比采用
K2

@

'/KB6I

的普通分立结构!部件数量

显著减少!

.

个封装内包含多达
.*

种产品'

8P

)

7P

转换器控制
9P

#

:&&V

耐压

K2

@

'/KB6I_*

#齐纳二极管
_$

#电阻器
_!

(和散热板"另外!由于
K2P'/K

@

B6I

具有高耐压#抗干扰性能优异的特点!还可实现降噪部件的小型化"

CM

减少开发周期和风险$内置保护功能$可靠性更高

采用一体化封装!可减少钳位电路和驱动电路的部件选型及可靠性评估的

工时!可降低部件故障风险!可缩减引进
K2P '/KB6I

时的开发周期!一举多

..



得"另外!除了通过内置
K2P '/KB6I

而实现的高精度过热保护'

IEF<OQU

KE>GN3̀ R

(功能外!还配备了过负载保护'

BC/D0

(#电源电压引脚的过电压保

护'

VPP/V0

(#过电流保护#二次侧电压的过电压保护功能"进行连续驱动的

工业设备电源所需的丰富保护功能齐备!非常有助于提高可靠性"

DE

激发出
+./0B+?@A

的性能$节能效果显著

本产品中搭载的非常适合
K2P'/KB6I

驱动用的栅极驱动电路!通过充分

发挥
K2P'/KB6I

的实力!与采用
K2

@

'/KB6I

的普通产品相比!效率提升高

达
"4

'截至
*&.:

年
%

月
A/('

调查数据("另外!本产品的控制电路采用准

谐振方式!与普通的
0L'

方式相比!运行噪声低#效率高!尽可能降低对工业设

备的噪声影响"

英飞凌加速推出
/$$7+./

A0

0B+?@A'C<<=

单管新产品

*&.+

年
"

月
,

日!英飞凌科技股份公司 加速推出
P33UK2P

I'

'/KB6I

.*&&V

单管新产品"新产品导通电阻从
$&O

!

到
$"&O

!

不等!拥有
I/*%,@

$

J

2R

和
I/*%,@%

J

2R

两种封装"另外!表面贴封装'

K'7

(和
P33UK2P

I'

'/K

@

B6I!"&V

单管新产品也将很快面世"通过这些产品!英飞凌可满足功率转换

应用&&&譬如电动汽车充电设施#储能系统#光伏逆变器#不间断电源'

W0K

(#电

机驱动以及服务器和电信设备开关电源'

K'0K

(&&&对于高能效
K2P

解决方案

不断快速增长的需求"

英飞凌工业功率控制事业部总裁
0FGF<LQ̀ F<

表示*$在英飞凌!新推出的

基础技术必须满足严格的质量标准"即便是标准的
I/@*%,

单管封装!前道和

后道批量生产流程也必须经过验证"其中包括*收集统计数据!生产监控!以及

在标准化生产之外开展与应用相关的测试"在圆满完成
K2P'/KB6I

基础技

术的试生产后!我们现在要将最全面的
P33UK2P

I'

'/KB6I

产品组合推向市

场"%

和之前推出的采用
I/*%,

单管封装和
6Q=

H

模块封装的
P33UK2P

I'

'/K

@

B6I

产品一样!新的单管产品采用业内最先进的沟槽工艺打造"采用该工艺既

可使应用中的损耗降到最低!还可使保证运行中的高可靠性"极低的动态损耗

借助简单的单极驱动方案即可达到最高效率"

英飞凌
P33UK2P

I'

'/KB6I

沟槽技术将高达
%V

的阈值电压'

VGE

(与低米

勒电容融为一体"正因为如此!与市场上其它的
K2P'/KB6I

相比!

P33UK2P

I'

'/KB6I

可避免寄生导通"再结合最高
5.:V

的推荐门极电压'与最高额定

电压
5*$V

相比!还保证了
"V

安全余量(!英飞凌
P33UK2P

I'

'/KB6I

比硅

*.



9#CI

#超结
'/KB6I

及其它
K2P'/KB6I

都更胜一筹"

反并联体二极管牢固可靠!可应用于硬开关!

P33UK2P

I'

'/KB6I

系列产

品可助力工程师实现最高能效及简化电路设计"

P33UK2P

I'

'/KB6I

为功率

因数校正'

0BP

(电路#双向拓扑以及任何硬)软开关的
7P@7P

或
7P@8P

电路的

设计提供了全新的灵活性"

英飞凌的
62SF7A9V6A

I'栅极驱动
9P

充分满足
P33UK2P

I'

'/KB6I

超快

开关特性需求!两者结合共同发挥出了
K2P

的优势*提高效率!节省空间和减轻

重量!减少零部件数量!提升系统可靠性!为降低系统成本和运营成本提供了可

能!为建设节能高效的世界打造新解决方案"

供货情况

采用
I/*%,@$

J

2R

和
I/*%,@%

J

2R

封装导通电阻为
$&O

!

到
$"&O

!

!将于

*&.+

年下半年量产!现已开始提供工程样品"采用
7*08X@,

封装产品系列!将

于
*&.+

年第四季度提供工程样品"

英飞凌联合
+12F6.G6%

开发出面向轻度混合

动力汽车的芯片嵌入式功率
0B+?@A

英飞凌科技股份公司联合
KSÈ F2)F<

电子股份公司成功开发出面向轻度混

合动力汽车的新技术*芯片嵌入式功率
'/KB6I

"它将显著提升
%:V

系统的

性能!同时降低它们的复杂度"大陆集团动力总成事业群将是首家采用这项技

术的企业"

通过芯片嵌入式工艺!功率
'/KB6I

将不再焊接到电路板上!而是集成在

电路板中"这大大提高了功率密度!并提升了系统可靠性"

KSÈ F2)F<

电子首席执行官
A3U\'F<GF

博士表示*$嵌入式功率
'/KB6I

将为轻度混合动力汽车的电气系统开启新篇章"世界知名汽车供应商之一已

选用我们的技术这一事实!足以证明它的潜力"%

通过芯片嵌入式工艺!功率
'/KB6I

将不再焊接到电路板上!而是集成在

电路板中"主管英飞凌汽车
'/KB6I

业务的
B<QRaB2RNF2=

博士表示*$由此

带来的热性能效益有助于提高功率密度!而电路板集成则助力提升系统可靠

性"这些优势又能帮助提高
%:V

系统的功率或成本效率"%

作为首家采用这项技术的企业!大陆集团动力总成事业群决定将这项新技

术应用于欧洲一家大型汽车厂商所产汽车的
%:V

启停电机中"大陆集团动力

总成事业群系统技术项目负责人
72FGOQ<V3

T

G

表示*$通过芯片嵌入式工艺!相

$.



比传统系统我们可将电功率提高
!&4

"%

轻度混合动力汽车相比常规传动系之所以能将二氧化碳排放最多减少大

约
."4

!

%:V

启停发电机功不可没"相比
.*V

启停系统!它们可让引擎更频繁#

更长时间地停止工作"此外!它们还能改善汽车加速性能!从而减轻内燃机所

承受的负荷"它们在制动时能够回收的动能比
.*V

系统更多"

英飞凌为这项新技术贡献了其先进的
'/KB6I

技术
/

J

G2'/K"

!

KSÈ F2

@

)F<

则贡献了其嵌入式功率
0PC

技术&&&名为
KOQ<G

J

*0QSa

"双方计划到

*&*.

年开始量产"

埃赋隆面向
-+0

应用推出业界最耐用的
CHIJ?

功率
(,0B+

晶体管

埃赋隆半导体'

8O

J

UF3R

(宣布基于其成熟的第
+

代高压
D7'/K

工艺技

术派生出高级加固技术'

8N1QRSFNA>

TT

FNIFSER3U3

TH

!

8AI

(!并借此开发出

新系列射频功率器件中的首款产品"这个新工艺的开发旨在用于实现极其坚

固的#工作电压高达
!"V

的晶体管"

首款采用该工艺的产品
8AI*X&B6

是一款
*aL

的晶体管!其频率响应为

&

至
!"&'()

!采用气腔陶瓷封装"其设计能够承受工业#科学和医疗'

9K'

(应

用中常见的最恶劣的条件!可用于驱动大功率
P/*

激光器#等离子发生器和一

些
'A9

系统"

8AI

器件之所以适用于这些应用!是因为其可以处理
!"V

条件

下高达
!"

*

.

的驻波比'

VKLA

(失配!而这在
P/*

激光器和等离子发生器工作

时可能碰到"

基于
8AI

工艺开发的器件具有很高的阻抗!因此在开发阶段更容易将其

集成到产品中!并确保在批量生产中具有更高的产品一致性"该工艺还可使所

开发的器件比
D7'/K

竞争产品更加高效"这样便可通过节省输入电能!降低

发热!来降低最终应用的运营成本"此外!采用该工艺的器件还可实现更高的

功率密度!也就是说!它们可以采用更小#更低成本的封装!从而减少其电路板

占位面积!进而降低系统成本"

8AI

器件还具有高击穿电压!有助于确保它们在整个预期寿命期间始终如

一地可靠工作"埃赋隆半导体还保证这类器件可以供货
."

年!从而使产品设计

人员可以进行长期规划"

采用气腔陶瓷封装的
8AI*X&B6

现可提供样品!并有不同频率的参考电

路可以选择"埃赋隆半导体还提供较低热阻的超模压塑料版本
8AI*X&06

"

%.



两种版本预计在
*&.+

年下半年量产"

新款
+./

'

+.

混合
-"KA

面世
$

结合能源和成本效益

据外媒报道!在
*&.+

年欧洲
0P9'

电力电子贸易展上!安森美半导体公司

展示新款基于碳化硅'

K2P

(的混合
9#CI

'绝缘栅双极型晶体管(!以及隔离高电

流
9#CI

门驱动器"这些产品采用硅基
9#CI

!结合
K2P

肖特基二极管技术!充

分利用
K2P

技术的效率优势和硅的成本优势"

8B#(D"&I!"K;7P

采用最新的场截止式
9#CI

和
K2P

肖特基二极管技

术!在多种电力应用中!降低传导损耗和开关损耗!包括那些将受益于反向恢复

损耗减少的应用!如基于图腾柱的无桥功率因数校正'

0BP

(和变流器"硅基解

决方案性能较低!完全基于
K2P

的解决方案成本又较高!该器件将硅基
9#CI

与

K2P

肖特基势垒二极管联合封装!在性能和成本之间实现良好平衡"它的额定

工作电压为
!"&V

!能处理高达
.&&8

$

*"ZP

'

"&8

$

.&&ZP

(的连续电流!以及高

达
*&&8

的脉冲电流"对于需要更大电流能力的系统!正温度系数让并行操作

变得简单易行"

现代电动汽车不仅依靠能源行驶!在某些情况下!还可以储存能源!在高峰

时间为家庭供电"因此!需要一个双向充电器!能够高效率开关充电!确保能源

在传输过程中不致浪费"在此类用例中!带有外部
K2P

二极管的
9#CI

!比

'/KB6I

解 决 方 案 更 加 有 效!因 为 没 有 正 向 或 反 向 复 置 损 失"

8B

@

#(D"&I!"K;7P

可以在最高
.,"b

的结温下工作!适用于要求非常严格的电

力应用!包括汽车在内"另外!它完全符合
86P@;.&.

标准!可用于电动汽车和

混合动力汽车车载充电器"

除了新款混合
9#CI

!安森美半导体还将在
0P9'

上发布一系列隔离高电

流
9#CI

驱动器"

-P7

'

V

(

",&&&

系列针对多种电力应用!包括太阳能变流器#

马达驱动器#不间断供电系统'

W0K

(和汽车应用!如动力系统和
0IP

加热器"

-P7

'

V

(

",&&&

系列是高电流单通道
9#CI

驱动器!采用内部电流安全隔离设

计!可在要求高的电力应用中高效运行"该器件具有互补输入#开路漏极故障和

就绪输出#有源米勒箝位#精准欠压锁定#软关断去饱和
76K8I

保护#负门极电压

引脚和独立高低驱动器输出!实现系统设计的灵活性"它的额定电流隔离值大于

"aV<O=

!符合
WD.",,

标准+工作电压高于
.*&&V

+保证
:OO

爬电距离'输入
#

输

出(!可满足强化安全隔离要求"

-P7

'

V

(

",&&&

可产生
,M:8

驱动电流和
,M.8

汲

电流!超过若干竞品的三倍"更重要的是!在开关波形中的米勒高原运行时!电流

能力更强"加上领先的保护功能!堪称为一流的
9#CI

驱动器"

".



创新性技术工艺研发士兰微电子推出
'D!<=J/L-"KA

近期!士兰微电子推出了应用于家用电磁炉的
.$"&VAP@9#CI

系列产品"

据悉!士兰微电子的
!&&V

单管
9#CI

产品已经在电焊机和
90'

领域大规模应

用!获得了业内一致好评!此次推出的系列产品有
.*&&V

与
.$"&V

两档电压规

格!覆盖了从
."8

至
$&8

的电流规格"

士兰微电子的
AP@9#CI

产品是基于士兰微电子独立自主开发的第三代场

截止'

B2FUN

@

KG3

J

999

(工艺平台!实现在场截止型
9#CI

器件内部集成了续流二

极管结构"现在!士兰微电子在自有的
:

英寸芯片生产线上已经全部实现了几

类关键工艺的研发与批量生产!是目前国内唯一一家全面掌握上述核心技术的

大尺寸功率半导体器件厂家"

士兰微电子此次推出的
AP@9#CI

系列产品可以实现最高
.$"&V

的额定击

穿电压!同时针对家用电磁炉工作频率提升的应用需求!重新优化了器件的饱

和压降
VSF

'

=QG

(以及内部集成二极管的正向压降
VB

!从而实现器件在开关过

程中具有低损耗的要求"值得注意的是!为了达到上述目标要求!器件工程师

重新优化了
9#CI

的器件晶胞结构!调整器件发射区元胞间距尺寸!进而提升了

9#CI

器件在导通时栅极下方
09-

二极管区域的少数载流子的浓度!降低器件

饱和压降"

此外!对于特定耐压指标的
9#CI

器件!其芯片厚度也是特定的!需要减薄

到
*&&>O

以下"比如在
.&&

#

*&&>O

的量级!当硅片磨薄到如此地步后!后续

的加工处理就比较困难了!特别是对于
:

英寸以上 的大硅片!极易破碎!难度非

常大"而士兰微电子的该款
AP@9#CI

产品采用了士兰微子公司&&&士兰集昕

的
:

英寸超薄晶圆加工工艺进行开发!芯片厚度
%

."&>O

"在工艺开发过程中!

为突破超薄晶圆的加工难题!士兰微电子投资近
*&&&

万美元引入了领先的
IQ2

@

a3

减薄#光刻#高能注入#激光退火等全套先进后段设备!解决了
IQ2a3

超薄晶

圆背面光刻匀胶#光刻#显影等工艺难点!最终实现
.$"&VAP@9#CI

产品的量

产"这些士兰微电子的创新性工艺研发保证了该产品的技术优势"

发力高功率混合电动车市场
$

英飞凌
M

N

O%.:P*/Q

功率模块问市

英飞凌科技股份公司最新发布适用于
]6V

主逆变器的功率模块!以支持汽

!.



车行业打造广博的高性价比混合动力电动汽车和纯电动汽车'

]6V

(产品组合"

在今年的
0P9'

贸易展上!英飞凌展出了
%

个新的
(

H

?<2N08PX

I'驱动模块!

它们专门针对
.&&aL

到
*&&aL

之间的不同逆变器性能水平而进行了优化"此

外!英飞凌推出的
(

H

?<2N08PX

双面散热'

7KP

(

K*

!是现有
(

H

?<2N08PX7KP

的技术升级版"这个模块瞄准了要求高功率密度的混合动力电动汽车和外充

电式混合动力汽车中的主逆变器!其性能最高可达
:&aL

"

M

N

O%.:P*/Q

驱动(((以相同尺寸带来可灵活扩展的性能

所有新的
(

H

?<2N08PX

驱动模块均采用与该产品家族中早已声名显赫的

领衔产品'

BK:*&A&:8!0*]

(相同的外形尺寸设计"得益于此!系统开发人员可

以迅速地灵活扩展逆变器性能!而无需大幅改变系统设计"

作为这个产品家族中的低性能产品!新的
(

H

?<2N08PX7<21FBUQG

模块

'

BK!!&A&:8!0*B]

(和
LQ1F

模块'

BK,,&A&:8!0*]

(经专门优化!十分经济划

算!分别适用于
.&&aL

至
."&aL

逆变器"它们的基板连接至逆变器散热器!但

由于基板结构不同!其散热性能亦有所不同"

BUQG

模块并未采用能够实现最高

散热性能的成熟的
02RB2R

基板!而是采用了完全没有任何结构的平板基板"这

可以降低成本!但输出功率较低"

LQ1F

模块则采用带状键合线基板结构!弥补

了平板基板型号与
02RB2R

基板型号之间的性能缺口"

这个产品组合中的高端产品!是新的
(

H

?<2N08PX7<21F0F<\3<OQRSF

模块

'

BK+"&A&:8!0*C

(!它的目标应用是
*&&aL

逆变器"它采用与领衔产品相同的

02RB2R

基板"不过!得益于使用专门的陶瓷材料!而非众所周知的氧化铝!其散热

性能提升了
*&4

以上!从而可以实现更高电流承受能力"同
BUQG

模块和
LQ1F

模

块一样!

0F<\3<OQRSF

模块亦沿用了凭领衔产品而广为人知的
67I*

'电力动力总

成(

9#CI

"这个芯片组系列的所有产品均拥有类似的出色电气性能"

第
%

个新模块'

BK$:&A.*8!I%]

(是
0F<\3<OQRSF

模块的替代之选!它适用

于
."&aL

逆变器"虽然它采用了相同的
02RB2R

基板和高性能陶瓷材料!但得

益于不同的
9#CI%

裸晶芯片组!它成为了首个具备
.*&&V

阻断电压的模块"

对于电池电压超过
,&&V

!可实现超快速充电的电动汽车!这样的性能必不可缺"

因此!在
:a()

开关频率应用中!

9#CI%

能够以更低廉的价格!替代碳化硅模块"

M

N

O%.:P*/Q,+/+CL

性能提升
R<S

现在!英飞凌还将为
(

H

?<2N08PX 7KP

模块配备
67I*

技术'

(

H

?<2N

@

08PX7KPK*

!

BB%"&A&:8&$0*

("这个芯片组具备
,"&V

阻断电压!表现出基

准电流密度#强大的短路耐受能力和优异的轻载功率损耗"

7KPK*

产品采用成

熟的双面散热封装概念!并且可以提供芯片结温最高达
.,"ZP

的短期运行能力"

通过芯片技术升级和提高芯片工作温度!相比于现有的
(

H

?<2N08PX

I'

,.



7KPK.

!它能够以相同外形尺寸!实现
%&4

性能提升"此外!这将带来很高功率

密度!有助于系统开发人员满足混合动力电动汽车和外充电式混合动力汽车对

空间的严格要求"

作为紧凑型半桥模块!

(

H

?<2N08PX7KP

可实现不同逆变器几何设计和进

一步提高电机集成度"片上电流传感器和温度传感器有助于实现高效#安全的

逆变器运行"

#

BJ=B

!

通过
'<I QT

波段
"T)

放大器
$

打破功率屏障

移动应用#基础设施与国防应用中核心技术与
AB

解决方案的领先供应商

;3<13

%

!

9RSM

宣布!推出
''9P

功率放大器!该放大器在
$*@$:#()

频段提供

超过
.&

瓦饱和功率"市场上性能最强大的
''9P

产品具有先进的可靠性和效

率!支持客户在重要国防应用中实现性能目标!同时降低成本"

以
;3<13

超可靠的碳化硅基氮化镓 '

#Q-Y3RYK2P

(技术为基础!

.&

瓦

I#8****

提供
.!NC

大信号增益#

*"NC

小信号增益以及大于
**4

的行业领先

的功率附加效率"它以更小的芯片提供这种扩展的
AB

功率!减少了组件的尺

寸#重量和数量!为国防应用提供简单但强大的解决方案"

;3<13

高性能解决方案业务部门总经理
A3

T

F<(QUU

表示*$所有市场对更

高数据速率的需求不断增加!这继续推动着对性能更好的
AB

解决方案的需求"

凭借
I#8****

!

;3<13

将为
XQ

频段国防应用提供具有业界最高功率级别和带

宽的突破性
''9P

"%

现向符合资格的客户提供
I#8****

!规格如下*

频率范围
$*@$:#()

0K8I

'

09-c*%NCO

(

#

%&NCO

086

'

09-c*%NCO

(

#

**4

功率增益'

09-c*%NCO

(

#

.!NC

小信号增益
#

*"NC

偏置'脉冲(

V7c*!V

!

97;c!%&O8

偏置'

PL

(

V7c*%V

!

97;c!%&O8

裸片尺寸
$M%$_*M!"_&M&"OO

#

$%&$

新增适合
QT

频段和
U

频段应用的
"T)

功率放大器

;3<13

发布两款全新的氮化镓'

#Q-

(功率放大器'

08

(系列产品&&&

:.



;08**.*

和
;08.&**

!它们适合国际
XQ

频段的卫星通信应用与
d

频段的相

控阵雷达应用"这些解决方案提供的功率#线性度和效率可达到行业最高水

平!且体积更小!因此这两款器件既能提高系统性能!又能降低成本"

;08**.*

适用于
XQ

频段应用!可使宽带多载波系统的线性度达到行业最

高水平"该功率放大器在
*,@$.#E)

频段内提供
*&

瓦
AB

功率"此外!还有
.%

瓦的
;08**..7

和
,

瓦的
;08**.&7

选项"单个
''9P08

提供的线性功率

越高!越有可能降低成本和提高性能"

;08**.*7

现可提供裸片版!封装版将

于
*&.+

年
:

月份推出"

;08.&**

适用于
d

频段相控阵应用!在
:M"@..#E)

范围内可提供出色的功率

附加效率&&&

%

瓦
AB

功率条件下高达
%"4

"相较于先前产品!效率提升
:4

!同

时还能提供
*%NC

大信号增益"这些功能可以充分提高功率和降低热量!增强可

靠性并降低拥有成本"对于相同的功率预算!设计人员如今可创建更高密度的阵

列!扩大功率的适用范围"

;08.&**

现面向客户提供封装和裸片两种版本"

;3<13

国防和航空市场战略总监
7FQRLE2GF

表示*$这些新放大器将扩大

;3<13

现有的庞大产品组合!为国防应用提供差异化的
#Q-

产品"两款新品的

高级功能和先进封装技术充分运用了我们
$&

多年来在这个市场设计和提供
AB

解决方案的专业经验!同时也为
*:#()"#

网络设计商业化提供了可行方案"%

P$F6%-956

V

%T5.$94

发布集成了
W<<=0B+?@A

的全系列开关电源
-/

深耕于高压集成电路高能效电源转换领域的知名公司
03̀ F<9RGF

T

<QG23R=

公司近日发布一系列集成了
+&&V

初级
'/KB6I

的离线式开关电源
9P

"新发

布的器件既包括适合高效率隔离反激式电源的
9P

!也包括适合简单型非隔离降

压式变换器的
9P

"其应用范围包括
%:&V8P

三相工业电源以及专供电网不稳

定地区#时常遭受雷击的热带地区或者经常发生高能振荡波和浪涌的地区的高

品质消费电子产品的电源设计"

新产品包括适合简单型非隔离降压式变换器的
+&&V

版
D2RaK̀2GSE

@

I-*

9P

!以及适合
$"L

极高效率隔离反激式电源的三款
9RR3K̀2GSE$@60

旗舰系列

9P

"所有
+&&V

系列器件都具有内部控制引擎!可在整个负载范围内提供一致

的高效率!从而使设计轻松满足能源相关产品'

6<0

(的限值"此外!这些器件还

可提供多种输入电压及负载保护!进一步增强系统稳定性和可靠性"

+&&VD2RaK̀2GSE

@

I-*9P

可以提供元件数最少的降压式变换器开关电源

+.



方案"这些器件的限流点可外部进行设定!同时还完全集成了短路及开环故障

状态下的自动重启动保护特性"频率调制的使用可大幅降低
6'9

"无论在

0PC

板上还是在
9P

封装上!器件均能保证漏极引脚至其他引脚之间的高压爬

电间距和空间距离符合要求"

+&&V9RR3K̀2GSE$@60

反激式开关电源
9P

可提供无损耗的输入过压保护

检测!在输入电压超过选定的阈值时可自动中断开关!可防止在严重输入过压

情况下对电源造成损坏"器件在各种输入电压及负载条件下均可提供业界领

先的高效性能'效率达
+&4

(!从而可降低电源损耗!实现无需散热片的紧凑型

$"L

电源设计"这些
+&&V9RR3K̀2GSE$@609P

采用
03̀ F<9RGF

T

<QG23R=

创新的

隔离式数字通信技术 &&&

BU>]D2Ra

!此外还具有同步整流'

KA

(#准谐振'

;A

(开

关以及精确的次级侧反馈检测和控制电路"这些特性可实现高效率#高精度和

高可靠性的电源电路!并且无需不可靠的光耦器"

高级产品营销经理
K2U1F=G<3B2O2QR2

表示*$这些开关电源
9P

可让三相电

表#电机#工业辅助电源#家电以及手机充电器的设计人员实现真正兼容互通的

电源设计!满足世界各地用户的可靠性预期"例如!致力于打开印度高质量消

费类产品新兴市场的
/6'

厂商不断遭遇电气损坏问题!必须对退货产品进行

维修或更换"我们的
+&&V

开关电源
9P

可提供低成本且有效的保护!同时大幅

降低运营及产品支持成本"%

+&&V9RR3K̀2GSE$@609P

样品现已开始供货!基于
.&

!

&&&

片的订货量单价

为每片
.M.:

美元"

+&&VD2RaK̀2GSE

@

I-*9P

样品也已开始供货!基于
.&

!

&&&

片的订货量单价为每片
&M!&

美元"

台积电完成全球首颗
D,-/

封装
$

预计将于
C<C'

年量产

台积电完成全球首颗
$79P

封装!预计将于
*&*.

年量产"业界认为!此技

术主要是为了应用在
"RO

以下先进制程!并为定制化异质芯片铺路!当然也更

加巩固了苹果订单"

台积电近几年推出的
P3L3K

架构及整合扇出型封状等原本就是为了通过

芯片堆叠摸索后摩尔定律时代的路线!而真正的
$7

封装技术的出现!更加强化

了台积电垂直整合服务的竞争力"尤其未来异质芯片整合将会是趋势!将处理

器#数据芯片#高频存储器#

P'/K

图像传感器与微机电系统等整合在一起"

台积电积极投入后端的半导体封装技术!预计日月光#矽品等封测大厂也

会加速布建
$79P

封装的技术和产能"不过这并不容易!需要搭配难度更高的

工艺!如硅钻孔技术#晶圆薄化#导电材质填孔#晶圆连接及散热支持等!预计各

&*



大厂也将进入新的技术资本竞赛"

台积电总裁魏哲家表示!尽管半导体处于淡季!但看好高性能运算领域的

强劲需求!且台积电客户组合将趋向多元化"不过目前台积电的主要动能仍来

自于
,RO

制程!

$7

封装等先进技术届时应该还只有少数客户会采用!业界猜测

苹果手机处理器应该仍是首先引进最新制程的订单"更进一步的消息!要等到

"

月份才会公布"

台积电
"RO

制程已于本月初顺利进入试产阶段!魏哲家表示!预计
"RO

制

程一开始起步将会比
,RO

慢一些!但由于极紫外光'

6WV

(技术成熟度会加快!

让很多芯片能更有效率!因此看好
"RO

整体放量速度将会比
,RO

要快!并成为

台积电下一波成长主力"

3

+6X.

宣布推出
875%T/0B+'D

工艺实现

更高射频性能

在
*&.+

年国际微波研讨会期间!

J

KFO2

宣布推出
WUG<QP'/K.$

!这是其在

#U3?QUB3>RN<2F=

的
$&&

毫米晶圆厂上开发的下一代专有
ABK/9

工艺"

WUG<QP

@

'/K.$

专为改善低噪声放大器'

D-8

(和功率放大器'

08

(性能而量身定制!可

提高集成前端组件的性能"

三十多年前!

J

KFO2

开创了
WUG<QP'/K

技术!取代
#Q8=0(6'I

成为手

机开关的首选工艺"每一代
WUG<QP'/K

都改进了
A3RP3\\

品质因数!这是
AB

开关的关键性能指标"降低
A3R

可降低插入损耗!降低
P3\\

可在开关关闭时改

善开关隔离性能"

*&.,

年
.

月推出的
WUG<QP'/K.*

的
A3RP3\\

达到了
:&\=

"

WUG<QP'/K.$

保持了上一代的
A3RP3\\

和
BOQ]

性能!同时降低了
D-8

的
-BO2R

!降低了
08

的
B6I

漏电流!增加了开关的功率处理能力!并优化了对

片内
.M*V

模拟和数字电路功能的支持"

J

KFO2

首席执行官
[2OPQ?UF

表示!

WUG<QP'/K.$

工艺将使
J

KFO2

设计人

员能够提供高度集成和差异化的产品!最初的目标是低于
!#()

的
"# -A

D-8

!

08

!交换机和集成前端等"

J

KFO2

'前身为
0F<F

T

<2RFKFO2S3RN>SG3<

(是村田制作所的子公司!开发标准

产品
AB9P

和定制设计"

台积电
D

纳米环评初审过关
$

C

纳米或在
C<C!

年前问世

为迎接台积电
$

纳米厂研发及先期量产!中国台湾地区环保署近日初审通

.*



过竹科宝山用地扩建计划"另台积电在会中首度透露!预计把
"

年后的
*

纳米

厂研发及量产都落脚在竹科!以避免研发人才散掉或外流的风险"

新竹科学园区自
*&&&

年后!面临土地饱和问题!为打造半导体人才聚落!台

积电盼以竹科作为未来先进制程重要基地!扩大新竹园区范围!预计在新竹园

区南侧#新竹县宝山乡分作东侧园区及西侧社区两部分扩建!总面积约
$$

公顷!

可望引进产业活动人口约
*

!

$&&

人"

台积电
A7

工程师约有
,

!

&&&

位!必须把这些工程师人才留在新竹!倘若比

照其他同业把
A7

厂搬去台南!$人才可能会散掉%"

$

纳米量产厂房在南科是尘埃落定的计划!庄子寿说!未来如何把
A7

工程

师转换到先进
*

纳米厂才是重点!因准备土地要花
$

到
"

年时间!从现在考虑到

"

年后!也就是说!假设
*

纳米厂须放在新竹!才能把部分工程师从研发转换到

工厂"

竹科宝山用地扩建计划因具山坡高低差坡地开发问题!及对新竹市交通冲

击等问题!先前在环评小组会议二度都未过关"台积电创办人张忠谋先前曾表

示!

$

纳米制程将在
*

年内开发成功!即使有$摩尔定律%失效挑战!

*

纳米仍可能

在
*&*"

年前问世"

三星即将宣布
D9X

以下工艺路线图
$

挑战硅基半导体极限

在半导体晶圆代工市场上!台积电
IK'P

是全球一哥!一家就占据了全球

"&4

以上的份额!而且率先量产
,RO

等先进工艺!官方表示该工艺领先友商一

年时间!明年就会量产
"RO

工艺"在台积电之外!三星也在加大先进工艺的追

赶!目前的路线图已经到了
$RO

工艺节点!近期三星就会宣布
$RO

以下的工艺

路线图!紧逼台积电!而且会一步步挑战摩尔定律极限"

在半导体工艺上!台积电去年量产了
,RO

工艺'

-,5

(!今年是量产第二代

,RO

工艺'

-,5

(!而且会用上
6WV

光刻工艺!

*&*&

年则会转向
"RO

节点!目前已

经开始在
BQ?.:

工厂上进行了风险试产!

*&*&

年第二季度正式商业化量产"

明年的
"RO

工艺是第一代
"RO

!之后还会有升级版的
"RO0U>=

'

"RO5

(工

艺!预计在
*&*&

年第一季度风险试产!

*&*.

年正式量产"

三星这边去年也公布了一系列路线图!而且比台积电还激进!直接进入

6WV

光刻时代!去年就说量产了
,RO6WV

工艺!之后还有
"RO

工艺!而
$RO

工艺节点则会启用
#88

晶体管!通过使用纳米片设备制造出了
'CPB6I

'

'>UG2

@

C<2N

T

F

@

PEQRRFUB6I

!多桥
Y

通道场效应管(!该技术可以显著增强晶体

管性能!主要取代
B2RB6I

晶体管技术"

**



目前台积电#三星甚至
9RGFU

都没有提及
$RO

之后的硅基半导体工艺路线

图!此前公认
$RO

节点是摩尔定律最终失效的时刻!随着晶体管的缩小会遇到

物理上的极限考验"

三星将在
"

月
.%

日举行
*&.+

年度的
KKB

晶圆代工论坛会议!消息称三星

将在这次会议上公布
$RO

以下的工艺技术!而三星在这个领域的进展就影响未

来的半导体晶圆代工市场格局

!!!!!!!

!
!

!!!!!!!!
!

"

""

"

"

市 场 动 态

重复的硅周期今年全球半导体市场规模或萎缩
'CS

由主要半导体厂商组成的世界半导体贸易统计组织'

LKIK

(近日发布预测

称!

*&.+

年市场规模为
%.*&

亿美元!同比缩小
.*4

"在
*&.:

年秋季的上次预

测中!曾认为市场将增长
*M!4

"

半导体市场一直在重复$硅周期%!每隔
$

#

%

年在会景气和低迷之间转换"

此次的减速受到
*&.,

#

*&.:

年维持高增长的反向影响!但降幅超过雷曼危机后

的
*&&+

年'减少
+4

("创出
9I

泡沫崩溃的
*&&.

年'减少
$*4

(以来的最大降幅"

作为下调预测的理由!世界半导体贸易统计组织列举了全球贸易冲突#英

国脱欧等世界局势的变化!以及智能手机需求接近饱和等"同时!截至
*&.:

年

一直大量采购半导体的美国数据中心运营商也转向了去库存"按单月计算的

市场规模'销售额的
$

个月移动平均值(自
.

月起转为低于上年"

明显减速的是用于数据中心和智能手机存储介质等的半导体存储器"存

储器占半导体市场整体的
$

成!

*&.+

年的市场规模预计降至
.&+"

亿美元!减少

$&M!4

"

半导体厂商已开始减产和推迟设备投资!但价格仍持续低迷"在存储器

中!

7A8'

的大单优惠价格比
*&.:

年
.&

月下降近
$

成!

-8-7

型闪存的价格

也在半年里下跌
$

成"

不过!很多观点认为!半导体市场从中期来看仍将扩大"这是因为
"#

和新

一代汽车的普及将拉动需求"

-,/

)今年全球芯片收入将下跌
>ECS

市场调研机构
97P

表示!由于智能手机销售放缓和需求疲软!预计
*&.+

年

$*



全球半导体收入将下降
,M*4

!结束连续三年的增长势头"

97P

半导体项目副总裁
'Q<23'3<QUF=

在一份声明中表示*$当前的市场低

迷是由于需求普遍疲软以及汽车#手机和云基础设施等一些主要市场的库存过

剩所致"%

不过!

97P

预计
*&*&

年全球半导体收入将会回升!

*&.:

年至
*&*$

年的复

合年增长率将达到
*4

!

*&*$

年全球芯片收入将达到
"*%&

亿美元"

根据
97P$

月
!

日公布的全球季度手机追踪报告!智慧型手机市场持续面

临挑战!出货量预计将连续第
$

年呈现下降"

*&.+

年全球智慧型手机出货量预

估将年减
&M:4

至
.$M+

亿支"

97P

预期智慧手机将在今年下半年重拾成长动能!预估
,@.*

月出货量将年增

*M$4

"该机构预计市场将在
*&.+

年第三季度末触底!需求将开始逐渐恢复"

-M+

)全球半导体业恐创
C<<W

年来最大衰退幅度

9(K'Q<a2G"

月
,

日指出!全球半导体市况在今年初呈现迅速恶化"

9(K

在去年
.*

月时预期今年芯片销售额将成长
*M+4

!

"

月
,

日将成长率预估值大

砍逾
.&

个百分点#预估销售额将年减
,M%4

至
%

!

%!*

亿美元"

9(K

表示!这意味着今年全球半导体业恐将创下
*&&+

年'注*当年下跌将

近
..4

(以来最大衰退幅度"

9(K'Q<a2G

半导体价值链研究经理
'

H

=3RA3?UF=C<>SF

指出!芯片业去年

缴出
."4

的成长佳绩后!

*&.+

年初许多半导体供应商仍然乐观地认为今年他

们可以实现温和成长"然而!在目睹当前低迷景气的深度和凶猛程度后!芯片

制造商的信心迅速转变为担忧"最新数据显示!半导体市场目前正朝
.&

年来最

大衰退幅度的方向前进"

景气衰退的陡峭特征源自于需求日益疲软以及第一季库存水准的快速上

升!一些半导体产品部门受影响程度高于其他产品"

7A8'

#

-8-7

型快闪存

储器#通用微处理器'

'0W

(#

$*

位元微控制器'

'PW

(和类比特定应用积体电

路'

8K9P

(是受影响程度最严重的产品!

*&.+

年第一季这些产品销售额年减幅

均达两位数"

近期对
7A8'

市况的担忧!平均销售价格的急剧下降以及疲软的需求导

致
*&.+

年
7A8'

销售额预测遭下修"在
-8-7

型快闪存储器领域!供应持

续过剩导致价格大幅下挫"

今年另一个预估将会急剧下滑的细项市场为逻辑特殊应用标准产品'

8K

@

K0

(!其需求由手机推动"手机市场因处于几乎全面饱和状态而难以成长"

半导体市场严峻的市况预估将持续到第二季末"

9(K'Q<a2GIFSER3U3

TH

预估半导体销售将在第三季出现复苏!应用于固态硬碟'

KK7

(与高阶智慧型手

%*



机的
-8-7

型快闪存储器零件将成为领头羊"应用于笔记型电脑与资料中心

伺服器的
'0W

预估也将推动整体半导体销售额恢复成长"

9(K'Q<a2G$

月
*,

日指出!近期浮现的市况疑虑加上平均销售价格急剧

下滑料将导致
7A8'

市场产值在
*&.+

年降至
,,&

亿美元!年减
**4

"

-/-94.

V

254

)

C<'W

年第
'

季半导体产业衰退为
D;

年来第
R

大

根据市场研究调查机构,

9P9R=2

T

EG=

-统计资料显示!自
.+:%

年第
.

季到

*&.+

年第
.

季!总计
.%.

季中!只有
,

季半导体产业成长率呈现下滑"

*&.+

年

第
.

季较
*&.:

年第
%

季的衰退达
.,M!4

!调查范围中排行第
%

名!期间衰退最

大的头两名!都是在
*&&&

年网路泡沫化之后!

*&&.

年第
.

季及第
*

季!分别以

季成长率衰退达到
*&M"4

的比率上榜"

资料显示!如果全球半导体市场当年度有一季出现双位数的成长率下跌

时!则当年度的整体成长率就会较前一年至少下滑
+4

的比例"因此!统计期间

的
,

季衰退情况!其中有
$

次发生在
*&&&

年网路泡沫化后的
*&&.

年!这使得

*&&.

年全年的半导体市场成长率下跌超过了
$$4

!使得当年成为了半导体产业

史上最灾难性的一年"

而回到
*&.+

年第
.

季的分析!报告进一步指出!因为每年第
.

季都是半导

体产业营运较为疲弱的一季!所以统计过去
$!

年来的水准!平均第
.

季都会较

前一年第
%

季平均下滑
*M.4

"不过!对比
*&.+

年第
.

季的下滑情况!已超出

过往平均值非常多"因此!如果要避免
*&.+

年全年半导体产业呈现衰退的情

况!下半年整体产业要表现得异常突出!才有可能进一步挽救衰退的态势"

"T)

器件需求在
!"

时代将迎来爆发式增长

"T)

器件在
!"

时代需求将迎来爆发式增长

射频功率放大器'

08

(作为射频前端发射通路的主要器件!通常用于实现发

射通道的射频信号放大"

"#

将带动智能移动终端#基站端及
9/I

设备射频
08

稳健增长!智能移动终端射频
08

市场规模将从
*&.,

年的
"&

亿美元增长到

*&*$

年的
,&

亿美元!复合年增长率为
,4

!高端
DI6

功率放大器市场的增长!

尤其是高频和超高频!将弥补
*#

)

$#

市场的萎缩"

#Q8=

器件是消费电子
$#

)

%#

应用的主力军!

"#

时代仍将延续!此外!物联网将是其未来应用的蓝海"

#Q-

器件则以高性能特点目前广泛应用于基站#雷达#电子战等军工领域!在

"#

时代需求将迎来爆发式增长"

!"

基站中$

P*

数倍增长$

"T)

大有可为

%#

基站采用
%I%A

方案!按照三个扇区!对应的射频
08

需求量为
.*

个!

"*



"#

基站!预计
!%I!%A

将成为主流方案!对应的
08

需求量高达
.+*

个!

08

数

量将大幅增长"目前基站用功率 放大器主要为
D7'/K

技术!但是
D7'/K

技术适用 于低频段!在高应领域存在局限性"

"#

基站
#Q-

射频
08

将成为主

流技术!逐渐侵占
D7'/K

的市场!

#Q8=

器件份额变化不大"

#Q-

能较好的适

用于大规模
'9'/

!根据
e3UF

的预计 !

*&*$

年
#Q-AB

在基站中的市场规模

将达到
"M*

亿美元!年复合增长率达到
**M:4

"

就电信市场而言!得益于
"#

网络应用的日益临近!将从
*&.+

年开始为

#Q-

器件带来巨大的市场机遇"相比现有的硅
D7'/K

'横向双扩散金属氧化

物半导体技术(和
#Q8=

'砷化镓(解决方案!

#Q-

器件能够提供下一代高频电信

网络所需要的功率和效能"而且!

#Q-

的宽带性能也是实现多频载波聚合等重

要新技术的关键因素之一"

#Q- (6'I

'高电子迁移率场效晶体管(已经成为

未来宏基站功率放大器的候选技术"

对于既定功率水平!

#Q-

具有体积小的优势"有了更小的器件!则可以减

小器件电容!从而使得较高带宽系统的设计变得更加轻松"

由于
D7'/K

无法支持更高的频率!

#Q8=

也不再是高功率应用的最优方

案!预计未来大部分
!#()

以下宏网络单元应用都将采用
#Q-

器件!但小基站

中
#Q8=

优势更明显 "

"#

网络采用的频段更高!穿透力与覆盖范围将比
%#

更

差!因此小基站'

=OQUUSFUU

(将在
"#

网络建设中扮演很重要的角色"不过!由于

小基站不需要如此高的功率!

#Q8=

等现有技术仍有其优势"与此同时!由于更

高的频率降低了每个基站的覆盖率!因此需要应用更多的晶体管!预计市场出

货量增长速度将加快"

"T)

适用于大规模
0-0B

#Q-

芯片每年在功率密度和封装方面都会取得飞跃!能比较好的适用于大

规模
'9'/

技术"当前的基站技术涉及具有多达
:

个天线的
'9'/

配置!以

通过简单的波束形成算法来控制信号!但是大规模
'9'/

可能需要利用数百个

天线来实现
"#

所需要的数据速率和频谱效率"大规模
'9'/

中使用的耗电

量大的有源电子扫描阵列'

86K8

(!需要单独的
08

来驱动每个天线元件!这将

带来显著的尺寸#重量#功率密度和成本'

KLQ0@P

(挑战"这将始终涉及能够满

足
!%

个元件和超出
'9'/

阵列的功率#线性#热管理和尺寸要求!且在每个发

射)接收'

I

)

A

(模块上偏差最小的射频
08

"

"T)L$9L+./

更具有优势

目前市场上还存在两种技术的竞争*

#Q-@3R

@

K2P

'碳化硅上氮化镓(和

#Q-@3R

@

=2U2S3R

'硅上氮化镓("它们采用了不同材料的衬底!但是具有相似的特

性"理论上!

#Q-@3R

@

K2P

具有更好的性能!而且目前大多数厂商都采用了该技

!*



术方案"不过!

'8P/'

等厂商则在极力推动
#Q-@3R

@

K2U2S3R

技术的广泛应

用"未来谁将主导还言之过早!目前来看!

#Q-@3R

@

=2U2S3R

仍是
#Q-@3R

@

K2P

解

决方案的有力挑战者"

"T)J?

市场的发展方向

#Q-

制造主要以
97'

为主"经过数十年的发展!

#Q-

技术在全球各大洲

已经普及"市场领先的厂商主要包括
K>O2G3O36UFSG<2S

#

L3U\=

J

FFN

'

P<FF

旗

下(#

;3<13

!以及美国#欧洲和亚洲的许多其它厂商"化合物半导体市场和传统

的硅基半导体产业不同"相比传统硅工艺!

#Q-

技术的外延工艺要重要的多!

会影响其作用区域的品质!对器件的可靠性产生巨大影响"这也是为什么目前

市场领先的厂商都具备很强的外延工艺能力!并且为了维护技术秘密!都倾向

于将这些工艺放在自己内部生产"尽管如此!

BQ?UF==

设计厂商通过和代工合作

伙伴的合作!发展速度也很快"凭借与代工厂紧密的合作关系以及销售渠道!

-d0

和
8O

J

UF3R

等领先厂商或将改变市场竞争格局"

C<'Y

年功率晶体管销售额再创新记

根据
9P9R=2

T

EG=

的
*&.+

年
/K7

报告!功率晶体管的销售额增长率达到两

位数!

*&.:

年增长
.%4

!达到创纪录的
.!$

亿美元!更是打破
*&.,

年增长
..4

的纪录"功率晶体管的强劲增长势头进入今年第一季度!全球销售额与
*&.:

年

同期相比增长了近
.&4

!但预计
*&.+

年下半年增长率将大幅放缓"此外!预计

*&.+

年功率晶体管的销售额将增长
"4

!达到创纪录的
.,.

亿美元!然后在

*&*&

年下降
*4

!达到
.!:

亿美元"

在过去两年中!功率晶体管收入受到强劲的单位出货量和由于设备短缺导

致的价格上涨以及没有足够的制造能力来满足需求的推动而走高"

9P9R=2

T

EG=

的
*&.+

年
/K7

报告显示!

*&.:

年功率晶体管出货量在
*&.:

年增长了
:4

!达

到创纪录的
!*:

亿台设备!此前该公司预计今年的单位产量将增加
!4

!达到

!!,

亿"功率晶体管的平均销售价格在
*&.:

年增长了近
!4

!其中一些广泛使

用的部件'如功率
'/KB6I

(的交付周期在去年下半年超过
%&

周!而正常市场

条件下为
:

周"

功率晶体管制造商在过去一年中稳步增加了制造能力!但大多数供应商仍

在努力赶上
*&.+

年第一季度的需求"大多数功率晶体管产品类型的供应预计

将在今年下半年结束"部分原因是全球经济放缓以及
*&*&

年初设备出货需求

增长放缓"如果经济和需求放缓问题不解决!中美之间日益激烈的贸易战也可

能对
*&.+

年的晶体管市场产生负面影响"

,*



根据新的
/K7

报告!在
*&.:

年!除了一个功率晶体管产品类别之外!其他

所有产品都实现了销售增长!但射频)微波功率晶体管除外!其年度下降了近

.4

"

*&.:

年功率晶体管销售增长最强劲的是
%&Y.&&V

应用的功率场效应晶

体管'功率
B6I

(!增长了
*.4

!绝缘栅双极晶体管'

9#CI

(增长了
*&M$4

"其

他主要的功率晶体管类别在
*&.:

年表现出强劲的销售增长*功率
B6I

用于高

达
%&V

的应用'

5.,4

(+功率
B6I

适用于
.&&Y*&&V

应用'

5.!4

(+和
9#

@

CI

功率模块'

5."4

("报告称!场效应晶体管'包括模块系统中使用的晶体

管(占
*&.:

年总功率晶体管销售额的
":4

"

9#CI

产品总量'模块和分立晶体

管(占
*&.:

年功率晶体管销售额的
$*4

"

在
*&.,

年和
*&.:

年两年两位数的增长泡沫之后!预计未来五年内功率晶

体管市场将恢复到中低个位数百分比范围内更正常的增长!此外!

/K7

报告预

测
*&*&

年将下降
*4

"预计
*&.:

年至
*&*$

年期间!功率晶体管的销售额将以

$M$4

的复合年增长率'

P8#A

(增长!预计全球收入将达到
.+*

亿美元"

车用
+./

市场成长迅猛
+./L+K,

将率先导入充电桩场景

作为第三代半导体材料的杰出代表!碳化硅因具备禁带宽度大#临界击穿

场强大#热导率高等优势特性!非常适用于高温#高频以及高功率密度的应用场

景"典型的比如新能源汽车领域!特斯拉最新的
'3NFU$

车型就使用了碳化硅

'/KB6I

来提升电驱系统的工作效率以及汽车充电效率!同时欧洲的
$"&aL

超级充电站目前也正加大对碳化硅功率器件的采用+而在国内!车企方面如比

亚迪#北汽新能源等也都在加码碳化硅器件在新能源汽车领域的应用!尤其是

以汽车充电桩为代表的高功率充电应用场景!已成为当下
K2P

功率器件重点推

广和普及的领域"

如今!汽车产业向电动化转型的进程正不断加速!为迎合这股市场$洪流%!

业界对以
K2P

为代表的功率器件大规模导入汽车市场的呼声也是越来越高"据

专业机构统计!

*&.:

年全球已有超过
*&

家的汽车厂商在
/CP

中使用了
K2P

肖

特基二极管'

KSE3GGa

H

723NF=

(或
K2P'/KB6I

!未来
K2P

功率半导体在
/CP

市

场中也有望以
P8#A%%4

的速度成长至
*&*$

年+而且!汽车主逆变器中采用

K2P

功率半导体也渐成风潮!特别是中国车厂近几年更是纷纷考虑使用
K2P

功

率元件!预计
*&.+@*&*$

年
K2P

功率元件在汽车主逆变器市场的
P8#A

可能高

达
.&:4

!推动车用
K2P

市场强劲增长"

除此!随着近年来全球汽车市场对充电需求的日益陡升!作为电动汽车能

量之源的充电桩应用也成为当前各大
K2P

器件供应商们$淘金%的热土"深圳基

:*



本半导体有限公司技术营销经理刘诚在接受本刊采访时表示*$从市场整体情

况来看!

*&.+

年充电桩市场对碳化硅功率器件的需求十分强劲!碳化硅二极管

和
'/KB6I

的交期都比较长!有的甚至长达
.&

个月"基本半导体从
*&.:

年

起便开始为包括充电桩#车载充电机等行业在内的客户大批量供货!为满足国

内客户的供应需求以及今后车规级半导体的需求增长!目前也正积极在国内布

局产线"%

而从应用的角度来看!刘诚认为*$相比传统的硅器件!碳化硅功率器件在

充电桩领域应用可以提升电源系统开关频率和效率!并降低无源器件'电感#电

容等(的重量和体积!提升系统功率密度"比如市面上主流的
."aL

充电桩模

块!一台
."aL

的充电桩模块电源内部一般会用到
%

颗或
:

颗碳化硅
'/K

@

B6I

!具体使用数量仍取决于所选器件的导通电阻值和输出电流"%

这里以电动车充电桩设施的三相电力转换系统为例!

.*&&V

的
K2P '/K

@

B6I

可为
7PY7P

转换级建构一个
DDP

全桥级!其中典型的硅解决方案则由

于倚赖
!"&VK2

超接面
'/KB6I

!通常需要两个串联的
DDP

全桥来支援
:&&V

的
7P

链路!而四组
K2P '/KB6I

加上驱动器
9P

即可取代八组
K2

超接面

'/KB6I

加上驱动器
9P

"除了零件数量减少及电路板空间缩减之外!

K2P

'/KB6I

还可以使效率达到最佳化!在每个导通状态下!相较于
K2

解决方案中

的四个切换位置!

K2P'/KB6I

解决方案仅打开两个切换位置即可!在快速电

池充电中使用
K2P'/KB6I

!可实现高效率的充电周期"

不过!目前出于成本的考虑!电动车充电桩
."aL

的功率模组现阶段仍然主

要以使用硅基器件为主!

A/('

半导体'北京(有限公司设计中心所长水原德

健告诉记者*$但是随着单个充电模组的功率提高到
*&aL@$&aL

!为了提高单

位体积的功率密度#提高平台电压#简化电路结构!使用
K2P

产品的机会将越来

越多"当然在大功率充电桩里最开始得到大规模应用的应该还是
K2P@KC7

!

K2P

器件的需求还主要以
.*&&V

的
K2P@KC7

为主!很多充电桩生产企业已经将
K2P@

KC7

用于量产项目"之后随着用户平台电压提高和电路结构优化的需要!以及

中国国内汽车快速充电市场的扩大!

K2P@'/K

的使用机会也会越来越多!具体

使用个数会以用户具体电路结构而定!但是预计使用量都会比较可观'目前单

个直流充电模组中大概使用
*:

颗硅基的
K['/K

("

!"

基站)

P*

数倍增长
"T)

大有可为

!"

基站$射频
P*

需求大幅增长

"#

基站
08

数量有望增长
.!

倍"

%#

基站采用
%I%A

方案!按照三个扇

+*



区!对应的
08

需求量为
.*

个!

"#

基站!预计
!%I!%A

将成为主流方案!对应的

08

需求量高达
.+*

个!

08

数量将大幅增长"

"#

基站射频
08

有望量价齐升"目前基站用功率放大器主要为基于硅的

横向扩散金属氧化物半导体
D7'/K

技术!不过
D7'/K

技术仅适用于低频

段!在高频应用领域存在局限性"对于
"#

基站
08

的一些要求可能包括
$

#

!#()

和
*%#()

#

%&#()

的运行频率!

AB

功率在
&M*L

#

$&L

之间!预计
"#

基站
#Q-

射频
08

将逐渐成为主导技术!而
#Q-

价格高于
D7'/K

和
#Q8=

"

#Q-

具有优异的高功率密度和高频特性"提高功率放大器
AB

功率的最简

单的方式就是增加电压!这让氮化镓晶体管技术极具吸引力"如果我们对比不

同半导体工艺技术!就会发现功率通常会如何随着高工作电压
9P

技术而提高"

硅锗'

K2#F

(技术采用相对较低的工作电压'

*V

至
$V

(!但其集成优势非常有吸

引力"

#Q8=

拥有微波频率和
"V

至
,V

的工作电压!多年来一直广泛应用于功

率放大器"硅基
D7'/K

技术的工作电压为
*:V

!已经在电信领域使用了许多

年!但其主要在
%#()

以下频率发挥作用!因此在宽带应用中的使用并不广泛"

新兴
#Q-

技术的工作电压为
*:V

至
"&V

!优势在于更高功率密度及更高截止

频率'

P>G3\\B<F

f

>FRS

H

!输出讯号功率超出或低于传导频率时输出讯号功率的

频率(!拥有低损耗#高热传导基板!开启了一系列全新的可能应用!尤其在
"#

多输入输出'

'Q==21F'9'/

(应用中!可实现高整合性解决方案"

典型的
#Q-

射频器件的加工工艺!主要包括如下环节*外延生长
@

器件隔

离
@

欧姆接触'制作源极#漏极(

@

氮化物钝化
@

栅极制作
@

场板制作
@

衬底减薄
@

衬底

通孔等环节"

#Q-

材料已成为基站
08

的有力候选技术"

#Q-

是极稳定的化合物!具有

强的原子键#高的热导率#在
&

@

'

族化合物中电离度是最高的#化学稳定性好!

使得
#Q-

器件比
K2

和
#Q8=

有更强抗辐照能力!同时
#Q-

又是高熔点材料!热

传导率高!

#Q-

功率器件通常采用热传导率更优的
K2P

做衬底!因此
#Q-

功率

器件具有较高的结温!能在高温环境下工作"

#Q-

高电子迁移率晶体管

'

(6'I

(凭借其固有的高击穿电压#高功率密度#大带宽和高效率!已成为基站

08

的有力候选技术"

#Q-

射频器件更能有效满足
"#

的高功率#高通信频段和高效率等要求"

相较于基于
K2

的横向扩散金属氧化物半导体'

K2D7'/K

!

DQGF<QU73>?UF

@

N2\

@

\>=FN'FGQU

@

3]2NFKFO2S3RN>SG3<

(和
#Q8=

!在基站端
#Q-

射频器件更能有效

满足
"#

的高功率#高通信频段和高效率等要求"目前针对
$#

和
DI6

基站市

场的功率放大器主要有
K2D7'/K

和
#Q8=

两种!但
D7'/K

功率放大器的带

宽会随着频率的增加而大幅减少!仅在不超过约
$M"#()

的频率范围内有效!而

&$



#Q8=

功率放大器虽然能满足高频通信的需求!但其输出功率比
#Q-

器件逊色

很多"在
"#

高集成的
'Q==21F'9'/

应用中!它可实现高集成化的解决方案!

如模块化射频前端器件"

在毫米波应用上!

#Q-

的高功率密度特性在实现相同覆盖条件及用户追踪

功能下!可有效减少收发通道数及整体方案的尺寸"实现性能成本的最优化组

合"随着
"#

时代的到来!小基站及
'Q==21F'9'/

的飞速发展!会对集成度要

求越来越高!

#Q-

自有的先天优势会加速功率器件集成化的进程"

"#

会带动

#Q-

这一产业的飞速发展"然而!在移动终端领域
#Q-

射频器件尚未开始规

模应用!原因在于较高的生产成本和供电电压"

#Q-

将在高功率!高频率射频

市场发挥重要作用"

"T)

射频
P*

有望成为
!"

基站主流技术

预测未来大部分
!#()

以下宏网络单元应用都将采用
#Q-

器件!小基站

#Q8=

优势更明显"就电信市场而言!得益于
"#

网络应用的日益临近!将从

*&.+

年开始为
#Q-

器件带来巨大的市场机遇"相比现有的硅
D7'/K

'横向双

扩散金属氧化物半导体技术(和
#Q8=

'砷化镓(解决方案!

#Q-

器件能够提供下

一代高频电信网络所需要的功率和效能"而且!

#Q-

的宽带性能也是实现多频

带载波聚合等重要新技术的关键因素之一"

#Q-(6'I

'高电子迁移率场效晶

体管(已经成为未来宏基站功率放大器的候选技术"由于
D7'/K

无法再支持

更高的频率!

#Q8=

也不再是高功率应用的最优方案!预计未来大部分
!#()

以

下宏网络单元应用都将采用
#Q-

器件"

"#

网络采用的频段更高!穿透力与覆

盖范围将比
%#

更差!因此小基站'

=OQUUSFUU

(将在
"#

网络建设中扮演很重要的

角色"不过!由于小基站不需要如此高的功率!

#Q8=

等现有技术仍有其优势"

与此同时!由于更高的频率降低了每个基站的覆盖率!因此需要应用更多的晶

体管!预计市场出货量增长速度将加快"

预计到
*&*"

年
#Q-

将主导
AB

功率器件市场!抢占基于硅
D7'/K

技术

的基站
08

市场"根据
e3UF

的数据!

*&.%

年基站
AB

功率器件市场规模为
..

亿美元!其中
#Q-

占比
..4

!而横向双扩散金属氧化物半导体技术'

D7'/K

(

占比
::4

"

*&.,

年!

#Q-

市场份额预估增长到了
*"4

!并且预计将继续保持增

长"预计到
*&*"

年
#Q-

将主导
AB

功率器件市场!抢占基于硅
D7'/K

技术

的基站
08

市场"

对于既定功率水平!

#Q-

具有体积小的优势"有了更小的器件!则可以减

小器件电容!从而使得较高带宽系统的设计变得更加轻松"

氮化镓基
'9'/

天线功耗可降低
%&4

"

#Q-

适用于大规模
'9'/

"

#Q-

芯片每年在功率密度和封装方面都会取

.$



得飞跃!能比较好的适用于大规模
'9'/

技术"当前的基站技术涉及具有多达

:

个天线的
'9'/

配置!以通过简单的波束形成算法来控制信号!但是大规模

'9'/

可能需要利用数百个天线来实现
"#

所需要的数据速率和频谱效率"大

规模
'9'/

中使用的耗电量大的有源电子扫描阵列'

86K8

(!需要单独的
08

来驱动每个天线元件!这将带来显著的尺寸#重量#功率密度和成本'

KLQ0@P

(

挑战"这将始终涉及能够满足
!%

个元件和超出
'9'/

阵列的功率#线性#热管

理和尺寸要求!且在每个发射)接收'

I

)

A

(模块上偏差最小的射频
08

"

'9'/08

年复合增长率将达到
.$"4

"预计
*&**

年!

%#

)

"#

基础设施

用
AB

半导体的市场规模将达到
.!

亿美元!其中!

'9'/08

年复合增长率将

达到
.$"4

!射频前端模块的年复合增长率将达到
..+4

"

预计未来
"

#

.&

年!

#Q-

将成为
$L

及以上
AB

功率应用的主流技术"根

据
e3UF

预测!

*&.,

年!全球
#Q-

射频市场规模约为
$M:%

亿美元!在
$L

以上

'不含手机
08

(的
AB

射频市场的渗透率超过
*&4

"

#Q-

在基站#雷达和航空

应用中!正逐步取代
D7'/K

"随着数据通讯#更高运行频率和带宽的要求日益

增长!

#Q-

在基站和无线回程中的应用持续攀升"在未来的网络设计中!针对

载波聚合和大规模输入输出'

'9'/

(等新技术!

#Q-

将凭借其高效率和高宽带

性能!相比现有的
D7'/K

处于更有利的位置"未来
"

#

.&

年内!预计
#Q-

将

逐步取代
D7'/K

!并逐渐成为
$L

及以上
AB

功率应用的主流技术"而
#Q8=

将凭借其得到市场验证的可靠性和性价比!将确保其稳定的市场份额"

D7

@

'/K

的市场份额则会逐步下降!预测期内将降至整体市场规模的
."4

左右"

到
*&*$

年!

#Q-AB

器件市场规模达到
.$

亿美元!约占
$L

以上的
AB

功

率市场的
%"4

"截止
*&.:

年底!整个
AB#Q-

市场规模接近
%M:"

亿美元"未

来大多数低于
!#()

的宏网络单元实施将使用
#Q-

器件!无线基础设施应用占

比将进一步提高至近
%$4

"

J?"T)

市场的发展方向

#Q-

技术主要以
97'

为主"经过数十年的发展!

#Q-

技术在全球各大洲

已经普及"市场领先的厂商主要包括
K>O2G3O36UFSG<2S

#

L3U\=

J

FFN

'

P<FF

科

锐旗下(#

;3<13

!以及美国#欧洲和亚洲的许多其它厂商"化合物半导体市场和

传统的硅基半导体产业不同"相比传统硅工艺!

#Q-

技术的外延工艺要重要的

多!会影响其作用区域的品质!对器件的可靠性产生巨大影响"这也是为什么

目前市场领先的厂商都具备很强的外延工艺能力!并且为了维护技术秘密!都

倾向于将这些工艺放在自己内部生产"

#Q-@3R

@

K2P

更具有优势"尽管如此!

BQ?UF==

设计厂商通过和代工合作伙

伴的合作!发展速度也很快"凭借与代工厂紧密的合作关系以及销售渠道!

*$



-d0

和
8O

J

UF3R

等领先厂商或将改变市场竞争格局"同时!目前市场上还存

在两种技术的竞争*

#Q-@3R

@

K2P

'碳化硅上氮化镓(和
#Q-@3R

@

K2U2S3R

'硅上氮化

镓("它们采用了不同材料的衬底!但是具有相似的特性"理论上!

#Q-@3R

@

K2P

具有更好的性能!而且目前大多数厂商都采用了该技术方案"不过!

'

)

8@P/'

等厂商则在极力推动
#Q-@3R

@

K2U2S3R

技术的广泛应用"未来谁将主导还言之过

早!目前来看!

#Q-@3R

@

K2U2S3R

仍是
#Q-@3R

@

K2P

解决方案的有力挑战者"

全球
"T)

射频器件产业链竞争格局

#Q-

微波射频器件产品推出速度明显加快"目前微波射频领域虽然备受

关注!但是由于技术水平较高!专利壁垒过大!因此这个领域的公司相比较电力

电子领域和光电子领域并不算很多!但多数都具有较强的科研实力和市场运作

能力"

#Q-

微波射频器件的商业化供应发展迅速"据材料深一度对
'3>=F<

数

据统计分析显示!截至
*&.:

年
%

月!共有
%

家厂商推出了
."&

个品类的
#Q-

(6'I

!占整个射频晶体管供应品类的
+M+4

!较
.

月增长了
&M!4

"

;3<13

产品工作频率范围最大!

Ka

H

3̀<a=

产品工作频率较小"

;3<13

#

PA66

#

'8P/',$4

的产品输出功率集中在
.&L

#

.&&L

之间!最大功率达到

."&&L

'工作频率在
.M&@.M.#()

!由
;3<13

生产(!采用的技术主要是
#Q-

)

K2P

#Q-

路线"此外!部分企业提供
#Q-

射频模组产品!目前有
%

家企业对外提供

#Q-

射频放大器的销售!其中
;3<13

产品工作频率范围最大!最大工作频率可

达到
$.#()

"

Ka

H

3̀<a=

产品工作频率较小!主要集中在
&M&"@.M*.:#()

之间"

;3<13

射频放大器的产品类别最多"在我国工信部公布的
*

个
"#

工作频

段'

$M$Y$M!#()

#

%M:@"#()

(内!

;3<13

公司推出的射频放大器的产品类别最

多!最高功率分别高达
.&&L

和
:&L

'

.

月份
;3<13

在
%M:@"#()

的产品最高功

率为
!&L

(!

879

在
%M:Y"#()

的产品最高功率提高到
"&L

'之前产品的最高

功率不到
%&L

(!其他产品的功率大部分在
"&L

以下"

受益于电动汽车发展
-"KA

产值
C<C'

年突破
!C

亿美元

根据集邦咨询旗下拓?产业研究院报告指出!电动汽车已成为汽车产业未

来的主要成长动能!预估在
*&*.

年电动汽车将突破
:&&

万辆!为
*&.:

年的两

倍"

除了电池与发动机外!电动汽车关键零组件以
9#CI

功率元件最为重要!其

使用量约为传统内燃机引擎汽车的
"

至
.&

倍之多!因此电动汽车的发展将带动

9#CI

市场总值持续成长!预估
*&*.

年
9#CI

的市场总值将突破
"*

亿美元"

集邦咨询分析师 指出!电动汽车使用到
9#CI

的装置主要有五项'包含逆

$$



变器#直流)交流电变流器#车载充电器#电力监控系统以及其他附属系统(!其

中!逆变器#直流)交流电变流器以及车载充电器对电动汽车性能表现影响最为

关键"

在配合高电压高功率的工作条件下!功率元件的采用需替换成
9#CI

元件

或
9#CI

模块!对
9#CI

元件的需求量最大+而电力监控系统与其他附属装置如

水帮浦#空调压缩机等在设计上虽然与过往差异不大!但由于输入电源变更为

高电压的车用电池!因此承受电力的功率元件也需更改为适合高电压工作范围

的
9#CI

功率元件!这也提升了
9#CI

市场需求"

就供应链来看!电动汽车
9#CI

元件的主要
97'

供应商为
9R\2RF3R

#

/-

KFO2S3RN>SG3<

#

B>

g

26UFSG<3R2S

#

KI'2S<3FUFSG<3R2S=

#

76-K/

#比亚迪等"其中

9R\2RF3R

在整体
9#CI

市场市占率达三成居于首位!提供
9#CI

元件与
9#CI

模

块+

76-K/

与比亚迪虽为汽车制造商!但对于电动汽车使用的
9#CI

元件也有

自行设计制造的能力!是少数从汽车制造跨足半导体领域的厂商"

另外!由
97'

厂委外代工
9#CI

组件供应链包含晶圆代工厂世界先进#茂

矽等台系厂商!中芯#华虹半导体等陆系大厂则供应其国内需求"在电动汽车

9#CI

模块部分!有
'2G=>?2=E2

#

K6'9XA/-

#

7QR\3==

#

PAAP

等专门从事
9#CI

模块化供应给客户"

根据集邦咨询的统计!

*&.!

年至
*&.:

年!电动汽车数量年成长率分别为

*:4

#

*+4

#

*,4

'

*&."

年以前的年成长率仅个位数(!同时也推升
9#CI

总值

大幅成长!

*&.:

年全球
9#CI

市场总市值规模约
%,

亿美元!年成长率达

.!4

"

然而!当前美中贸易谈判陷入僵局#美墨边境因非法移民问题也陷入关税

纷争#英国脱欧以及中东局势的不稳定等因素也将提高全球市场经济下行的风

险!进而导致全球汽车销售持续放缓!加上全球电动汽车最大单一市场的中国

车市销售表现不如预期!恐将影响
*&.+

年下半年的电动车销售状况!进而冲击

9#CI

市场总值成长表现"预估
*&.+

年
9#CI

总值将达
%:M%

亿美元!仅较

*&.:

年小幅成长约
$4

"

-/

市场吸金王美国名副其实

根据
9P2R=2

T

EG=

发布的最新报告显示!美国公司占领了全球的芯片市场"

统计得知!

*&.:

年!美国公司占全球
9P

市场总量的
"&4

以上!其次是韩国

公司!占
*,4

!比
*&.,

年增加
$

个百分点"日本则以
,4

位居第三!中国台湾公

司凭借其无晶圆厂公司
9P

销售!与欧洲公司一样!

9P

销售额占总销售额的
!4

!

%$



然后才是中国大陆的
$4

"

在
*&.:

年
7A8'

和
-8-7

闪存
9P

销售激增的推动下!总部位于韩国的

三星公司和
KX

海力士公司的销售额增长了
*!4

!而中国公司去年的销售额仅

增长了
$

个百分点"数据显示!韩国和中国公司是去年唯二增长速度超过整个

集成电路产业'

.%4

(的地区)国家"然而!由于预计
*&.+

年内存市场将出现

$&4

的大幅下滑!因此今年公司总部所在地的
9P

销售增长与去年相比!韩国企

业可能会从$最好走向最差%"

如果单统计无晶圆厂的市场份额!美国的市场份额更是高达
!:4

!紧随其

后的是中国台湾!市场份额为
.!4

!然后就是中国大陆!市场份额为
.$4

"如上

图所示!日本#欧洲和南韩这三个国家和地区在无晶圆厂方面的表现极其薄弱"

再看
97'

领域!我们也可以看到美国是当中最大的赢家!他们的
97'

份额

高达
%!4

!然后就是韩国企业!凭借在存储方面的优势表现!他们的
97'

份额

高达
$"4

!日本和欧洲则分别以
+4

和
,4

的份额!中国台湾也有
*4

"但中国

大陆公司在
9P

市场的
97'

部分中所占份额非常低"

总体而言!总部位于美国的公司在
97'

!无晶圆厂和
9P

行业市场份额方面

表现最为平衡"

"$



夺回半导体头把交椅
$

三星或启动收购

三星电子表示!为了成为全球半导体业务的主要参与者"它希望通过兼并

和收购提升公司在设计和制造上能力"他们在
%

月份曾经透露!其目标是到

*&$&

年成为世界顶级的半导体企业 &&&为客户提供优质的逻辑芯片"为此!

该集团计划在未来十年内投资
!&

万亿韩元'

"&"

亿美元(在设施方面!同时还将

投资
,$

万亿韩元'

!."

亿美元(用于研发"

如果成功夺得这一头把交椅!韩国电子巨头将为其投资组合增加第三个

$头号%头衔!因为现在它已经是全球最大的智能手机制造商和全球最大的内存

芯片制造商"

然而!存储芯片并不像逻辑芯片那样具有高附加值产品!而且作为商品!很

容易受到循环行业衰退的影响"这也是三星做出这个新决定的原因"

在新闻发布会上!三星系统
DK9

'大规模集成(业务负责人
XQR

T

9R

@

H

>

J

详

细阐述了三星如何实现其目标"

XQR

T

也表示!三星对并购开放保持开放态度"$由于逻辑芯片领域的产品

组合多种多样!因此很难成为我们自己的顶级产品"所以我们愿意接受大大小

小的并购!以获得我们没有的技术或人才%!

XQR

T

补充说"

之前有传言称三星可能从荷兰收购像
-d0

这样的片上系统公司"但
aQR

T

拒绝就任何制定的公司评论"他还详细介绍了三星未来的主要工作方向"$我

们的目标是将在无晶圆厂业务中名列前茅!%

XQR

T

说"

三星的
-0W

计划

-0W

技术发展计划是三星
*&$&

年倡议的一部分!现在他们正式公布了其

相关规划"

所谓
-0W

是处理集成电路内部数据的
K3P

的核心部分"它被广泛地

比作人体的大脑"为了提高设备上
89

功能!

-0W

是必需的!因为它们可以

在低功耗和网络外环境中进行数据处理"仅对
-0W

而言!三星计划到

*&$&

年在全球范围内创造
*

!

&&&

多个相关职位!将其目前的
-0W

员工人

数增加
.&

倍"

三星在加拿大的蒙特利尔
89

实验室和韩国的三星高等技术研究院将共同

开发
-0W

技术!这些技术将进一步发展为神经形态处理器技术!这将支持
UF1FU

%

自动驾驶解决方案!当然
89

助手程序和混合现实技术也是必不可少"

商业化将由系统
DK9

业务领导!其目标不但是将含有
-0W

的处理器应用

在高端和中端智能手机上!汽车应用也是他们的一个重要方向"

!$



$对于即将到来的人工智能时代!三星致力于通过我们的
-0W

技术实现业

界领先的进步!%

XQR

T

说"$我们利用差异化技术!与全球机构建立密切合作伙

伴关系以及积极投资顶尖人才时!我们很高兴能够将未来的人工智能处理能力

提升到一个新的水平"%

三星于
*&.*

年开始在
-0W

外部寻找专家!并从
*&.%

年开始研发"

据该公司称!三星
-0W

的应用范围将扩展到汽车处理器等车载信息娱乐

和高级驾驶辅助系统!以及针对大数据处理优化的下一代数据中心"

0T%&677

宣布将收购格芯子公司
*&6%T

半导体

'Q<1FUU"

月
*&

日 宣布!已与
#U3?QUB3>RN<2F=

'以下简称格芯(达成协议!

将收购
81F<Q

半导体"

据了解!此次收购将
81F<Q

领先的定制化设计能力和
'Q<1FUU

先进的技术

平台整合到一起!打造了一家覆盖有线无线通信的领先
8K9P

厂商"收购将包

括
81F<Q

的主要收入业务!重要产品设计输入客户!领先的架构
/6'

以及

#D3?QUB3>RN<2F=

和
'Q<1FUU

之间新的长期晶圆供货合同"根据协议!

'Q<1FUU

收购
81F<Q

得先支付
!M"

亿美元!并且在未来
."

个月内根据条件另行支付

+&&&

万美元!预计这项交易会在
*&*&

财年结束时完成"

格芯于
*&.:

年
..

月宣布成立全资子公司
81F<QKFO2S3RN>SG3<DDP

!致力

于为各种应用提供定制芯片解决方案"

81F<QKFO2

将充分利用与格芯的深厚

联系!提供
.%

)

.*RO

以及更成熟技术的
8K9P

产品!同时为客户提供
,RO

及以

下的新能力和替代代工工艺"

81F<Q

半导体拥有无与伦比的
8K9P

专业知识传承!充分利用世界一流团

队!在过去
*"

年中完成了
*

!

&&&

多项复杂设计"

81F<QKFO2

拥有
:"&

多名员

工!年收入超过
"

亿美元!

.%RO

设计收入预计超过
$&

亿美元!具有十分显著的

优势!为客户在广泛的市场上开发产品!包括有线和无线网络#数据中心和存

储#人工智能和机器学习!以及航空航天和国防"

此外!新公司
81F<Q

半导体由
XF12R/hC>SaUF

H

领导!自格芯于
*&."

年收购

9C'

微电子业务以来!他一直是
8K9P

业务的负责人"在此之前!他在
9C'

工

作了近
*&

年!担任过各种技术和管理领导职位"

随着
81F<Q

的加入!

'Q<1FUU

希望以此解决针对基站定制的
8K9P

芯片!让

他们在将来的
"#

市场有更强的竞争力!并对
'Q<1FUU

收入和盈利带来积极作

用"

,$



出售
81F<Q

则是格芯重组的一部分!随着公司停止开发
,RO

工艺并转向专

业工艺技术!他们的客户群和业务也将会有较大变化"

其实!为了解决自身的财务困境!

*&.:

年到现在格芯已经进行了多次改革#

瘦身计划!出售了旗下的多座晶圆厂!以今年为例!

.

月份格芯以
*M%

亿美元的

价格将新加坡的
BQ?$6:

英寸晶圆厂出售给了台积电旗下的世界先进半导体"

今年
*

月份!传出了格芯在中国成都投资
.&&

亿美元的晶圆厂计划生变!目

前这个项目基本上是停摆了"

%

月份格芯公司宣布与安森美达成了协议!将美国纽约州的
BQ?.&.*

英寸

晶圆厂出售给安森美!价格是
%M$

亿美元"

+$.561

宣布收购
@

3

."T)9&

$

氮化镓%

"T)

&现已加入

豪华产品组合

作为设计和生产创新性半导体材料的全球领军企业!法国
K32GFS

半导体公

司宣布!已与欧洲领先的氮化镓'以下简称
#Q-

(外延硅片材料供应商
6

J

2#Q-

达成最终协议!以
$

!

&&&

万欧元现金收购
6

J

2#Q-

公司"同时!这一协议还将根

据盈利能力支付计划支付额外的奖金"

6

J

2#Q-

的
#Q-

产品主要用于
AB

'射

频(#

"#

#电子元器件和传感器应用"预计未来五年内!

#Q-

技术的市场应用规

模将达到每年
"&

万至
.&&

万个晶圆"

战略上的天作之合

K32GFS

首席执行官
0Q>UC3>N<F

表示$目前!

#Q-

技术在射频和功率市场中

的应用备受瞩目"

#Q-

外延硅片材料与
K32GFS

目前的优化衬底产品系列将形

成战略上的天作之合"收购
6

J

2#Q-

进一步扩展并补充了
K32GFS

的硅产品组

合!为射频#

"#

和功率系统创造了新的工艺解决方案!为用户增效"%

在移动领域!实现性能#低功耗和成本的共同优化至关重要"与
%#

相比!

"#

低于
!#()

频段和毫米波的到来正在推动新一代基站的发展!它需要更高能

效#更高性能#更小#更有经济效益的功率放大器'

08

("更小#更轻#更高效和更

具成本效益是当今基站设计的趋势!

K32GFS

将扩展其应用于
08

的产品组合!并

以
#Q-

产品领衔这一趋势"

满足新兴高增长市场需求

6

J

2#Q-

联合创始人兼首席执行官
'Q<2QRRF#F<OQ2R

博士表示$多年来!

6

J

2#Q-

在
#Q-

技术领域备受行业认可!目前研制出并优化了一种可投入使用

:$



的技术!应用于
"#

宽带网络应用"我们的技术为
K32GFS

的客户创造了绝佳的

机会!可以针对新兴高增长市场快速开发产品解决方案!例如射频设备#高效电

源开关设备和传感器设备"%

6

J

2#Q-

总监兼基石投资公司
DA'

代表
XQGUFFRVQRNF<=O2==FR

则表示

$

6

J

2#Q-

开发的
#Q-

技术开启了许多未来机遇"我们相信作为
6

J

2#Q-

的卓

越合作伙伴!

K32GFS

将充分挖掘
6

J

2#Q-

的市场发展潜力"%

此外!鉴于
#Q-

在功率晶体管设计中的应用!收购
6

J

2#Q-

还将为
K32GFS

现有的
03̀ F<

@

K/9

产品创造新的增长空间"

03̀ F<

@

K/9

和
#Q-

均可满足智能

化#节能化和高可靠的集成电路设备对于综合高压和模拟功能的要求!以便广

泛应用于消费电子#数据中心#汽车和工业市场"

6

J

2#Q-

将被整合成为
K32GFS

的一个业务部门"

总投资
'<

亿元的第三代半导体项目落户

南京浦口经开区

!

月
.:

日下午!南京百识半导体股份有限公司第三代半导体项目正式落户

南京浦口经济开发区"南京百识半导体股份有限公司第三代半导体项目!投资

总额
.&

亿元"

项目计划在浦口经济开发区投资建设研发中心及生产线!整合海外创新技

术与国内产业资源!对第三代半导体碳化硅和氮化镓外延片设计和管件制程等

进行研发!产品可广泛应用于信息#新能源发电#新能源汽车#无人驾驶#轨道交

通和智能电网等领域"计划项目投产后可实现年产值
,

亿元"当前园区第三代

半导体环节较为薄弱!相关企业和项目正在积极引进中!因此百识第三代半导

体项目的落地对完善开发区集成电路全产业链的发展意义较大"

下一步!浦口经济开发区将结合新时期集成电路产业发展方向!进一步优

化产业招商!通过引进第三代半导体材料技术!抢占下一代信息技术#节能减排

及国防安全制高点!为全区集成电路产业发展打下坚实基础"

总投资近
D;<

亿
$

上海积塔半导体项目明年投产

据国家国资委官网
"

月
*:

日消息!上海集成电路产业投资基金股份有限公

司#华大半导体有限公司近日与上海积塔半导体有限公司签订协议!增资位于

+$



上海的积塔半导体项目"

总投资近
D;<

亿
$

明年投产

上海积塔半导体特色工艺生产线项目是
*&.:

年国家重大集成电路项目!总

投资
$"+

亿元!是上海市政府与中国电子信息产业集团合作协议的重要内容"

该项目位于浦东新区临港装备产业区!占地面积
*$

万平方米!于去年
:

月开工!

目前已基本完成主体工程!按计划将于
*&*&

年投产"

重点面向工控#汽车#电力等领域

项目目标是建设月产能
!

万片的
:

英寸生产线和
"

万片
.*

英寸特色工艺

生产线"产品重点面向工业控制#汽车#电力#能源等领域!将显著提升中国功

率器件'

9#CI

(#电源管理#传感器等芯片的核心竞争力和规模化生产能力!将在

国内首家实现
!"RO.*

英寸
CP7

工艺!建成国内唯一的汽车级
9#CI

专业产线

和国内首家实现
!

英寸碳化硅量产线"

上海积极对接国家战略!加快打造国内产业链最完善#技术水平最高#最具

竞争优势的集成电路产业体系!开展$一体两翼%的产业布局"上海集成电路产

业投资基金此次与华大半导体共同完成对积塔半导体的增资!是对上海整体集

成电路产业布局的有力推动"

中芯绍兴项目主体结顶
$

明年
D

月量产主要产品

!

月
.+

日!中芯绍兴
'6'K

和功率器件芯片制造及封装测试生产基地项

目'以下简称$中芯绍兴项目%(举办主体工程结顶仪式"

据介绍!中芯绍兴项目首期总投资
":M:

亿元!占地
*&,M!

亩!总建筑面积

.%M!

万平方米!将建设一条
:

英寸特色工艺集成电路制造生产线和一条封装测

试生产线"项目投产后!将形成芯片年出货
".

万片和模组年出货
.+M+"

亿颗的

产业规模!规模化量产麦克风#射频#

'/KB6I

及
9#CI

等产品的芯片和模组"

中芯绍兴项目聚焦微机电和功率器件集成电路领域!定位于面向传感#传

输#功率的应用!提供特色半导体芯片到系统集成模块的代工服务!与中芯国际

实现产业链上的差异化互补和协同发展!形成一个综合性的特色工艺基地"

该项目于
*&.:

年
$

月
.

日签订合资合作协议#同年
"

月
.:

日开工奠基!

*&.+

年
!

月
.+

日实现主体工程结顶"目前!该项目正在实施动力设备安装工

作!计划
:

月中下旬工艺设备搬入!

*&*&

年
$

月实现主要产品量产!项目达产后

预计可实现年产值
%"

亿元"

资料显示!中芯绍兴项目的建设单位为中芯集成电路制造'绍兴(有限公司!

该公司由中芯国际#绍兴市政府#盛洋集团于
*&.:

年
$

月共同出资设立"据悉!这

是中芯国际在上海以外的第一座专门聚焦于特色工艺集成电路制造晶圆厂"

&%


